


Die vorliegenden Datenblétter dienen nur gur Information, Sie
beinhalten Informstlionen Uber Halbleiterbguelemente des in den
Listen elekironischer Bauelemenie eingestuften Sertiments,

sug den DetenbliEttern kBnnen keine Liefer- ofer Produkivere
bindlichkeiten abgeleitet werden,

Sie beinhaslten Grenz- und Kenuwerte sowie Kennlinlen von Baue
elementen,

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vore
behalten,

) Die Datenblattsgmmlung ist kostenpflichtig und kenn dureh An-
wender aus der DDR bestellt werden.

¢ Die Dstenblettsemmlung wird schrititweise gufgebsgut
{Lose-Blatt=Sammlung),

Laufende Erginzungen und Aktuglisierungen werden vorgenommen.
Bestellungen fiir die jewelligen Ausgsben der Datenblattsammlung
richten Sie bitte an

VEB Applikationszentrum Elekfronik RBerlin
Abt, AV

1035 Berlin

Mainzer Str. 25

Die Hersusgebe der Detenblatitssmmlung erfolgt im Auftrage des
VEB Kombinat Mikroelektronik dureh den VEB Appliketionszentrum
Elektronik Berlin, Abteilung DZ. Die Redsktionsverantwortlichen
nehmen jederzelit denkend sachbezogene Hinweise enitigegen.

Bel Nachbestellung fiir vergriffene Ausgaben kann die Lieferung
auf Mikroplenfilm erfolgen. :



DATENBLATYTTSAMMLUNG

"Elektronische Bauelemente®

Ausgebe 1/86: "Ausgewdhlie Importbauelemente™ -

Inbelt:

1. Diocden

816 A Y
816 B
816 W Silizium=-Z-Dioden
816 G '
816 D :
817 A o
817 B 1
817 W
817 G :
818 & ( )
818 B
818 W ' ' Silizium-Referenzelemente
818 G
818 D
818 E J
XS 620 &
KS 630 A 1 Silizium=Z=Dioden
KS. 650 A
ES 680 & )

¢

.

Silizium-2-Dioden
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" 2. Transistoren

302 A B ]
302 B
302 W .
302 AN ) Peldeffekt-Kleinleistungs-Transistoren
302 BM

302 VM ) J
303 A

303 B _ :
303 W Feldeffekt-Kleinleistungs-Trensistoren
303 G ' ‘
303D
303 E ‘ )
307 A :

307 B R ‘
307 G ' -} Feldeffekt-Kleinleistungs~Transistoren
307 E ‘ :

307 8h : J
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“KP 350 A S, o S S

KP 350 B - : Feldeffekt-Kleinleistungs-Transistoren
Kp 350 W ' :

KT 939 & ‘ - } . NPN-HF-Trensistoren

KT 939 B o :

3. Integrierte Scheltkreise

K 565 RU 1 4 4 Kx1 dynemischer RAM
K 565 RU 2 1 K x 1 statischer RAM
KR 565 RU 2 : : T
K 565 RU 3 16 K x.1 dynemischer RAM
K 565 RU 5 » 64 K x 1 dynemischer RAM
X 565 RU 6 16 X x 1 dynemigcher RAM
K 573 EF 1. _ 8 K statischer EPROM
K573 RF 2 : : 16 K statischer EFROM
K 573 RF 5 -

KM 132 RU 5 - 4 X x 1 statischer RAM
KM 537 RU 1 1 X stetischer RAM

KR 537 RU 1 .

KR 132 RU 4 1 K x 1 stetischer RAM
4. Leistungselektronische Bauvelemente

TL 171 = 250

} Lawinenthyfistoren
TL 171 = 320 )

5. Jahre§inhaltsverzeichnis 1985 |

Redektionsschlufl Dezember 1985



D 816 A D 816 [
816 G, D 81¢

Herstellerland : UdSSR
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Ubersetzung, bearb,

Allgemeines

Die Silizium-Z-Dicden D 816 &4 - D 816 D sind fir den Einsetz in Spennungs- und Strcmstgbillsatoren,
in Impulsbegrenzungsscheltungen und als Bezsugsspernungsquellen vorgesehen.

Sle sind in einem Metell-Glas-Gehiiuse untergebrachi.

Die Messe einer Z-Diode betriigt meximel 6 g. '—"'Ti‘ﬁ—

Betriebsbedingungen - 9

Umgebungstemperatur t ., = =60 % bis +100 %% : + @%
HIRY:S

g9




grenswerte

-~

Kernwert Wert

K _ e 3
zeichen ; g1c ) pgi6 B D816 W D816 G D8I6ED HeBbedingungen
Heximaler I X 230 180 . 150 136 110 wh % = =60
Z=Strom’ Zmpx . e??5§70 g
“ o
90 ?5 60 55 45 tcase = 100 “C
Minimgler I 1€ 10 10 10 10 wh % = =60
I=Strom Zmin Q?TSiTOQ g
Gesamtver- P 5 5 5 5 5. W% =60
tustleistung tot ef%siTO %
: PR = ; § L &
2 2 2 i 2 ‘ 2‘ ‘ t@&s& =100 7C

Elektriéche Kennwerte

. Kennwerte " Kurz- o - Wert .

zeichen gy 4 D816 B DBI6W D816 G D8I6D MeBbedingungen

7 =S pennung U, 22 27 33 39 47 ¥ Ly=150 mh
Differentieller — ' ) .
Widerstend r 10 ) 12 - 15 18 22 £ IZ=150 mh
7,8 penmungs - AT, 5 5 5 *5 15 % T,=150 mh
toleranz -
Temperatur- XU, 0,15 0,15 0,15 0.15 0,15 %/K
koeffizient

der Z-Spennung

2 ;
50 -40 =20 0O 20 40 60 680 tcaselC :

Bild 2: Abh#ngigkeit der Grenzverlustleistung der Z-Dioden von

der GehBHusetemperatur tcase

Anwendungs— uné Betriebshinweise

Beim Betrieb muB in sllen Betriebsarten unbedingt eine Geh#usetemperatur von meximel 100 % gewdhre
leistet sein. Bei der Montege der Z-Dioden dirfen am oberen Anschlull Kr&fte von meximel 0,1 kp en-
greifen. )

Bei der Befestigung der Z-Diode an der Wirmeableitwig muB die Zugkraft im Bereich von 7 = 10 kp
liegen. : : '

Bei der Befestigung der AnschluBleitungen em oberen AnschluB durch Loten wuB die Ldttemperatur im
Bereich von 250%10 °¢ liegen und die Lotdeuer darf 3 s nicht Uberschreiten.
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Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der Informetiont

Es kénnen daraus keine Liefermdg-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden,
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritis sind vorbehalien.

Herausgeber:

veb applikationszentrum elekironilk berlin
irvt veb komibinat mikrosiekironik

DDR- 1035 Berlin, Mainzer StraBe 25
Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881; 011 3055
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Ubersetzung . bearb,

Allcemeines

Die Silizium~Z-Dioden D 817 A - D 817 G sind fur den Einsatz in

S pannungs- und Stromstabilisatoren, in Impulébegrenzungsschaltungen
und als Bezugsspannungsquellen vorgesehen. ‘

Sie sind in einem Metall-Glas-Gehduse untergebracht.

Die Masse einer Z-Diode betrégt meximel 6 g.

Betriebsbedingungem

Umgebungstemperatur Yomb = -60 bis +100 °c.
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Grenzwerte
KenngrtoBen  Kurz- _ ‘W erte Bedingungen
zeichen D817A D817B D8ITW DB1TG
%igiﬁgier Iynax 90 75 60 50 mhA tsase = féQ
35 30 25 25 el +T0 O
35 3 25 25 tcase =100 “C
minimeler I, . ‘ -
Z-Strom Zmin 2 2 5 5 mh togge © 60
ceo +100 °C
Gesamtver- Pt & -
lust= /0 5 5 5 5 W otggo, = =60
leistung - o
_ eee +(0 °C
2 2 2 2 % = 100 °C

cese
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KemngréBen  Kurz— , Werte
zeichen D817A DB817B D81TW D81T7G Bedingung

Z=Spannung U, 56 68 82 100 Vv I

7 =
\ZwWiderstgnd Ty 52 - 60 67 75 Obhm I, =
Z-Spannungs— . + tam- s : +
Temperatur— . ,

koeffizient Txu, 0,18 0,18 0,18 0,18 %/ K

der Z-Span- ' _

nung

—60 —40 =20 0 20 40 60 80 tegedlC

Bild 2:¢ AbhéEngigkeit der Grenzverlustleistung der

e

Z=Dioden von der GehHusetemperatur bease



Anwendunb

In allen Betrlebsfallen muB unbed;ngt eine Geh8usetemperstur von mexi-
mel 100 °¢ gewdhrleistet sein. Bei der Montege der Z-Dioden diirfen
am oberen Anseh&uﬁ Krafte von maximal 0,1 kp angreifen.

Be; dexr Befest;gung der Z-Diode suf dem Kuhlk@rper muBl die Zugkraft im
Bereich von 7 = 10 kp liegen. ’

Beim Loten der Befestlgung éer Ansahluﬁle;t&ngen am oberen AnschluB
mufl die LY ttemperatur im Bereich von 25010 ¢ liegen und die Lot=
dauver darf 3 s nicht ubersghrelﬁens

Litergtur :
/1 Polupravodnlkovye diody Katalog Cast9 1 (Halblslterdioden
Katalog Teil 1), 1979, Elorg Moskva, S. 142

Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der Informaetion!

Es kénnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktiongverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne. des techni-
schen Fortschritts sind vorbehetisn.

Hersusgeber:

- veb appiiketicnszentrum elekeronik berdin
irn veb kembinat mitkrosiektronilk

DDR- 1035 Berlin, Mainzer StraBe 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981, 011 3055
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Hevséeileréand: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

‘Allgemeines

Die Silizium-Referenzelemente D 818 A - D 818 E gind fiir allg@meinen
Binsatz vorgesehen.: .

Sie sind im hermetisch verschlossenen Metallgehtiuse untergebracht.
Die Masgse eines Referenzelementes betrédgt meximael 1 g.

Betriebsbedingungen

Umgebungs temperatur bomb = =60 °C bis +100 %

13- -
_ ;; 085max [3-0.4 3
QT) + W ‘E
[ - .
= I e o
R - =8 ;j
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. 9max _19min
15 max \

34 min




Funuued gy

Jop 4USTYZ

N _ N . 7 ~TIgo0Y

| ; | ZUBI

=z . 7 -8 T0483unu

yu oL=21 % GLy | oz- 02+ nev Cwedsey
PUBLEISDTH

_Z : . ‘ . L ISTTOTAUSE

Yu Ol="1 wWyQ G2 e ¢e 2 mm ,mm N& C=3IITd
va oi="1 | & GECOL=69°L 6=2°L | 8‘0oL-6| ’n | Bunuwedg-y

. . o . | ueyo
, #ﬁm, H8180  U8L8d DBLed RB8i8d gsied Yelsd wTB% .
ueSunBuTpeqgen sﬁﬁ&;; XN -zIny | usgoaBuusy
L g LN T wgamﬁgaxwﬁ@
0, 001 = ™%y mx | ool

; , . _ BumsTOTISNT

Do 0G+ *** 0g9~= Ty mr | oog Yo%y -I8AqUBS 0
| | up WOy g-7|

D, 001+ °°° gy= = T% o | o€ s xeTeuTUTM

g D, 001 = 7% ELop M | I

QQ OM&.. © o Q@Emw Qmﬁ@m«. & mwﬁm Mﬂ MN@E.NH .M@uﬁﬁgrwum,ﬁﬁm

. , . uUsYOTeZ
ueBunIuTpeqyen 1 TOYUTH LIBH =ZJINY UBYFOIBUUDY

39 18MZUDLH




1/86 3 | D 818 Ay oo

Die felgenden Kurvendarstellung@n sind typische Verléufe und tragen

nur informetiven Gharakt@xa o : :

Durch die Ziffern 1 und 3 und dle mbgliche Streubreite auf der Besis
von 95 % der Bauelemente dergestellt.
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Bild 223 Abh&ngigkeit des Temperaturkoeffizienten dex
Z=Spannung des Referenzelementes D 818 A vom
Z=Strom ‘
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Bild 23s Abhéngigkeit des Tempergturkoeffizienten der
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Z=Strom
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Bild 24:¢ Abh8ngigkeit des Tempergturkoeffizienten der
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Bild 25¢ Abh8ngigkeit des Tempersturkoeffizienten der

Z=Spannung des Referenzelementes D 818 G vom
Z=Strom :
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Bild 26 AbhéEngigkeit des Temp@raturkoeffizienten der

Z=Spannung des Referenzelementes D 818 D vonm
Z=Strom - ' ’
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Bild 27¢ Abh&Engigkeit des Tempergturkoeffizienten der
Z=Spannung des Referenzelementes D 818 E von
Z=Strom

Anwendungs- und Betriebshinweise

Das Loten der Anschliisse ist in einer Entfernung von mindestens

> mm vom Geh8use zuldssig.

Das Biegen der Anschliisse ist in einer Intfernung von mindestens

2 mm vom Geh#use mit einem Biegeradius von mindestens 1,5 mm zu=
ligsig.

Beim Einsatz sls Spannungsstebilisator ist das Referenzelement ent-
gegengesetzt zu der euf ihrem GehZuse angegebenen Polaritdt zu polen.

Literatur

/17 Polupravodnikovye di@dy‘Kataleg 5&5#‘ 1 (Hglbleiterdioden
Katalog Teil 1) , 1979, Elorg Moskva. S. 143




Die vorlisgenden Datenbléiter disnen

ausschlieBlich der Informetion!

Es konnen dargus keine Liefermég-

lichkeiten oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitet werden.
ndgrungen im Siene des techni-

schen Fortschritts sind vorbehahian.

Hersusgeber:

veb epplikationszentrum elektronik berlin
vy veb kombinat mikrosiskoranik

DDR- 1035 Berlin, Mainzer Strabe 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055




620 A,

Herstellerland: UdSSR

1/86

ce

Ubersetzung, bearb.

Die Silizium-Z-Dioden KS 620 A, KS 630 A, KS 650 A und KS 680 A
sind filr den BEinsatz in Spannungs- und Stromstebilisetoren in Im-
pulsbegrenzungsschal fungen und als Bezugsspannungsquellen vorge=
sehen. y\ 3 _

Sie sind in einem Metall-Glas-Gehéuse untergebracht.

Die Masse einer Z-Diode betrégt meaximel 6 g.

Betriebsbeding n

Umgebungstemperatur tamb = =40 °C vis +100 °C
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KS 620 A, oo
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Elektrische Kennwerte

, Wewrt R
Kurg—= - Bine
zeichen | KS 620 A | KS 630 A | KS 650 A | KS 680 A | heit
Z-Spennung | U, 120 130 , 150 | 180 i
z-Widerstend r, 150 180 225 330 Obm
e | |
poaporaturs| kU, 0,2 0,2 0,2 0,2 WK
der Spen- '
nung
i
b
4
2 A

-60 40 20 0 20 40 60 80 tegee| C

Bild 2¢ Abhéngigkeit der h¥chstzuldssigen Verlustleistung

der Z-Dioden von der Geh&usetemperatur t@&se

Anwendungs- und Betriebshinweige

In ellen Betriebsfédllen muB eine G@héusetemperatur von maximel 100 °¢
gewdhrleistet sein. Bel der Montege der Z-=Dieden diirfen am oberen
AnschluB Kréfte von meximel 0,1 kp”angreifano

Bei der Befestigung der Z=Diode euf dem Kuhlkorper muB die Zugkreft
im Bereich von 7 - 10 kp liegen.

Beim L&ten der Befestig;xg der Angehlmﬁleituﬂgen em oberen Anschlus
mufl die Léttemperatur im Bereich ven 250 f 10 ¢ liegen und die Lite
deuver darf 3 s nicht Uberschreiten.




Litergtur

/1/  Polupravodnikovye diody Katalog Cast' 1 (Halbleiterdiodew
~Katalog Teil 1), 1979, Elorg Moskva. S 165




Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschligllich der Information!

Es kdnnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehatien.

Herausgeber:
veb spplikationszentrum elektronik barlin
I vels komibinat mikroeleldaranik P

DDR- 1035 Berlin, Mainzer Strafe 25
Telefon: .5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055




P 302 AM, KP 302

H@mﬁé&leriand : UdSSR

Ubersetzung, bearb. ‘ .
Feldeffekt=Kleinleistungs~-Transistoren ' '

Allgemeines
Die Trensistoren KP 302 A « KP 302 W sind Silizium=Plenar-n-Kenal-Feldeffekttransistoren

mit diffundiertem Gate.
;Sle sind vorgesehen zum Bingsstz in Verstérker- und Schaltstufen von eglektronischen Gerdten.

Bauform: = filr KP 302 A - KP 302 W C24-2 ) oo
o - flir KP 302 AM = KP 302 WM ¢ 22=2 ) TGL 39546
(hermetisches Metallgehduse mit biegsamen Anschliissen)
vBetriebstemperaturbereich tamb = <60 °C bis +100 °C

-Masse: . max. 1,5 g

83
$9,2




Grenzwerte

Verlustleistung

Gate=Source=Spannung

éate-DrainnSpannung

Drainstrom

Gatestrom

1)
- tamb

bestimmt werden:

1)
PDSmax

UGSmax
Uspmax
Ipssmex

Is

= <60 eoe +20 OC

Bei Temperaturen liber 20 °c kann

(b = =60 «ee 100 %C)

300 nmW

S 10V

20V
24 mh
6 mA

die meximale Verlustleistung durch folgende Formel

Pogmax = 300 = 2 (tgmp o= 20)  /mW/
Elektrigche Kennwerte i ’ ¥ o
Wert MeBbedingungen
KenngroBen Kurz- min =~ max Ein= U. U In £
i zeichen| - ' heit Ds JOL D Haz
v U mA
GD
v

Vorwdrts= Yo1s wh/V

Steilhelt T

KP 302 A, AM 5 15 7 0 - 50 =
. ) 1500
XKP 302 B, BM 7. 17 7 0 - 50 =

1500

Drgin=Source- I mh

KurzschiuB= D38

strom )

KP 302 &, AM 3 24 7 © - =
KP 302 B, B 18 43 7 0 - -
KP 302 W, Wi 33 - 10 0 - -
Gate-Source=. | Isgg 10710 4,1078 | & - «10 : -
Reststrom ) .

Sperrstrom des| Iap, - 1.1076 A - 20% B -
Drain/Gate pne ) i

Uberganges y

Abschniir- UP v

spannung

KP 302 A, AM 1 5 7 - 1072 -
KP 302 B, BM 2 7 7 - 1072 -
KP 302 W, W 3 10 5 - 1072 -
Eingengskapa- 0113 pF

zit8%

KP 302 A, AM 6 20 10 - 3 107
KP 302 B, BM 6 20 10 - 18 107
KP 302 W, WM 6 20 10 - 33 107
Rickwirkungs= C12s . pF

kapazitédt : .

KP 302 A, AM 2 8 10 - 3 107"
KP 302 B, Bl 2 8 10 - 18 107
KP-302 W, WM 2 8 10 - 33 107
Ausgengskapa= C P

zitdt 22s P

KP 302 4, AN 4,6 741 10 - 3 107
XP 302 B, BM 6,6 10,5 10 - 18 107
KP 302 W, WM 11,0 14,0 10 - 33 107
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™
Fortsetzung Elektrische Kennwerte
Webbeaingungen
Kurg= Wert Ein= Upg Uss Iy £
KenngroBen zeichen | min nax heit v g ok Hz
GD
v
Kenglwider- | =
stend - Ds(en) 1
KP 302 B, BM 35 150 Ohm 0,2 0 - =
KP 302 W, WM .35 100 . 0,2 _ 0 - -
Reauschfektor | F dB )
KP 302 A, AM 0,6 3 8 o 1* 1 KH
(R, =
1 MOhm)
Einschaltzeit ton 3 4 ns - - o -
Ausscheltzeit toff : 4. ns = - - -

Die folgenden Kurvendarstellungen

sind typische Verldufe und tragen rein informétiven

Cherekter. .
Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der moglichen Streubreite { s—mmm
typische Abh#ngigkeit; — = = == ===QOrenzen der 95 %=Verteilung).
y E
] m
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Anfangsabschnittie der Ausgangskennlinien
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o) KP 302 B
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Bild 5: Vorwirtssteilheit in Abhingig-
keit von der Umgebungstemperatur
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5 KP 302 A,
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Bild 11: Kurzschluf-Ausgangsleitwert in Bild 12: KurzschluB-Ausgengsleltwert in
Abhingigkeit von der Drain-Source= * Abh&ngigkeit von der Um-
Spannung gebungstemperatur
Einsatzhinweige

Die Transistorenschlilsse kdpnen bis zu einem minimelen Abstand von 3 mm vom Geh&8use ge~
18tet werden. Die L&tdsuer betrigt maximal 3 s. Die Gehdusetemperatur des Trensistors darf
dabei 260 ¥ 5 °C nicht lberschreiten.

Beim Abbiegen der Anschlilsse ist ein Mindestebstand vom Gehduse von 3 mnm einzuhalten.
Der minimale Biegeradius betrdgt 1,5 mm.

Um zu sichern, daf der Gatestrom 1078

& bei einer Luftfeuchtigkelt von 98 % und elner
Temperatur bis 40 °¢ nicht liberschritten wird, wird empfohlen, die Transistoren nur in
Verbindang mit hermeiisierten Gerdten einzusetzen oder den Transistor lokal gegen Feuch-

tigkéitseinflul zu schitzen.

Literatur

o
/1/ renzistory Cast! 4 (Transistoren Teil 4),
Elorg Moskve, S. 93

Die vorliegenden Datenbiétier dienen
ausschiieBlich der information!

Es kénnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten sbgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritis sind vorbehalten.

Herausgeber:

veb applikationszentrum etelkoronik beriin
im veb kombinst mikrosiektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer StraBe 25

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881, 011 3055




KP303 A KP303
P 303 G, KP3(

Herstelierland: UdSSR

1/86

Ubersetzung, bearb.

Feldeffekt-Kleinleistungs~Transistoren

Allgemeines

Die Transistoren KP 303 A = B gind Silizium-Epitexie-Plenar-Feldeffektiransistoren mit -
diffundiertem Gate. " ' : _

Sie sind fur den Einsetz in Rundfunk- und Fernsehgerdten, Empféngern, Verstirkern sowie
fir Anlagen ellgemeiner Anwendung vorgesehen. Die Transistoren kP 303 A, B, W sind spe-
ziell fir den Einssatz im WF-Bereich, die Transistoren XP 303 D, E im HF-Bereich sowie der
Transistor KP 303 G fir ledungsempfindliche Vorverstédrker und Geréte der Kernspekitrometrie
vorgesehen. ‘ )

Bauform: A4/15 - 4e nach TGL 11811 baw.

C22~2 nach TGL 39546 (hermetisches Metallgeh#use mit biegsamen
: Anschliissen)

Betriebstempersturbereich: Temb = ~4O °¢ bis + 85 °¢
Masse : max. Q0,5 g
Typstendard ¢ TGL 34167
== ==
== ==1d—+3
e (— e
- A ]

20 53




i

“Gremzwerte  (tgy, = =40 °c cee +85:9C)

f’GateJSourceaSpannung ' . UGémax 5 30V
Gate-Drain=-Spannung VUGDmax 30 v
Drain=Source=3Spannung ‘UDSmax 25 vV
Dreainstrom - Ipmex 20 mhA
Gatestrom IGmax 5 mh
Verlustleistung ' Prgmex!? 200 W

(R bedl Umgebungstemperafur bis 35 9C
Bei Temperaturen iber 35 O¢ kann die mex. Verlustleistung durch folgende Formel
bestimmt werden: g ol

= 200 = 1,66 (g = 25) - /mW/

Ppsmex
Elektrische Kennwerte »
. Wert MeBbedingungen
Kenngrofie Kurze mine maXe Eine= UDS ) UGS ID £
zeichen heit v v mh Hz
Vorwdrtssteil- Yo1s mA/V
heit .
KP 303 A, 1 - 4 10 0 - 50 =
KP 303 B - 1500
KP 303 W 2 5 10 o - 50 =
. ) 1500
KP 303 G ' 3 7. 10 0 - 50 =
: : - 1500
XKP 303 D 2:6 - 10 0 - 50 =
) . B 1500
KP 303 E 4 - 10 } 0 - 50 =
: : 1500
Drain=Source= =L ) mA
KurzschluB- DSS
strom .
KP 303 A, KP 303 B 0,5 255 10 0 - -
KP 303 W 155 5 i 10 0 - -
KP 303 G 3 1,2 . 10 0 = -
KP 303 D 3 9 10 0 - -
KP 303 B 5 20 10 0 - -
Gate-Reststrom "IGSSI B nA
KP 303 A, KFP 303 W
KP 303 D, KP 303 E
KP 303 B - 1 o] 10 - -
KP 303 G - . 0,1 0 10 - -
Gate-Reststrom ’IGSSZ = 10 /uA 4] =30 - =
Abschniirspan= Up ’ v
nung _ i B .
KP 303 A, KP 303 B' 1 0,5 3 10 = 1072 -
KP 303 W ' . 1 4 . 10 - 1072 -
KP 303 G, KP 303 Dy :
KP 303 E' 1 - 8 10 - 1072 -
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KP 303 A, con

Fortsetzung Elektrische Kennwerte

) Wert MeBbedingungen

KenngriBe Kurgze mine. MmeX . Bine Ups Usg I £
zeichen helt Hz

v v mA

Aguivelente Ep nV/VHz

Rauschspeannung . ‘ .

Kp 303 4 = 30 10 0 - 20

KP 303 B, KP 303 W - 20 10 0 . 103

Mittlere quedra- % - 0,6x10"18] ¢ 10 0 -

tische Rausch-.

ladung

KP 303 &

Rauschfaktor F daB

KP 303 D, KP 303 E - 4 - - - 108

Eingengskepazi- C113 - pF 10 -0 - 106

t8t ]

Ruckwirkungs- 0125 - 2 pF 10 0 - 106

kapezitét : :

Die folgenden RKurvenderstellungen sind typische Verliufe und. tragen rein informetiven

Charekter.

Die Angabe der 95 %=Grenzen dient der Verdeutlichung der mSglichen Streubreite (———

typische Abhéngigkeit;

INs

MS

70*2

L4

07

=
=

0°

g -5 -ig -15° -2 -25 U.pis/"’

¢ mA
Yass
6 N\“ak\\%\
200N,
4 r gy
ééiémhhmM . éwwlﬂﬁévﬁc
2

0 g4 -G8 -12 16 -2

s [V

Grenzen der 95 %-Verteilung).

Bild 2: Vorwdrtssteilheit in Abhéngigkeit
von der Drainspannung

~60°C

1256°C
|| -

0 -o¢ 08 -1z 16 20 yg/v

" verschiedenen Umgebungs temperaturen
a) KP 303 G, KP 303 D, KP 303 E b) KP 303 Ay KP 303 B, KP 303 W

a) : o b)
Bild 3: Vorwdrtssteilheit in Abhéngigkeit von 4

er Gate=Source=Spannung bei
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Bild 4: Dreinstrom in Abhéngigkelt von der Gate=Source-Spennung bel verschiedenen Um-

gebungstemperaturen
a) KP 303 G, KP 303 D, KP 303 E  b) KP 303 &, KP 303 B, KP 303 ¥

4
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/ Iy
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g 5 -0 -5 20 -25 UV . o & M 15 w25 [V
a) )] ‘
Bild 5: Kurzschlufausgangsleitwert in Abhéngigkelt von der Drain=Source=Spannung
a) KP 303 &, KP 303 B, KP 303 W b)Y KP 303 G, KP 303 D, KP 303 E
Tinsatzhinweise

Die Transistoranschliisse kénmen bis zu einem minimelen Abstand von 4 mm vom Gehiuse ge=
16%et werden. .

Der minimale Abstend zwischen der Biegestelle des Anschlusses {minimaler Biegeradius

1,5 mm) und dem Transistor darfl 3 mm betragene.

©e ist nicht gestattet, den Transistor gleichzeitig in mehreren Grenzwerten zu betreiben.

Literatur

/17 Tranzistory Cast! 4 (Transistoren Teil 4),
Elorg Moskva, S. 96







Die vorliegenden Deatenblitter dienen

ausschlieBlich der Informetion!

Es kénnen daraus keine Liefermég-

lichkeiten oder Produktionsvaerbind. .

lichkeiten abgeleitet werden.
nderungen im Sinne des . techni-

schen Fortschritts sind vorbehalian.

Herausgeber:

veb appliketionszentrum eleldcronik berlin
i veb kombinat mikroeslektronik
DDR- 1035 Berlin, Mainzer StraBe 25

- Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055




KP 307 A, KP 307 e
KP 307E, KP 307

' Hersteiler'iané: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

Feldeffekt=Kleinleistungs-Transistoren

Allgemeines

Die Trensistoren KP 307 & - KP 307 Sh sind SiliziummEpitéxialvPlanarnFeldeffektwananaln
Trensistoren mit diffundiertem Gate. - ‘ L

Sie sind insbesondere vorgesehen zum Einsetz in Bingengsstufen von NF- und HF=Verstidrkern
mit hohem Eingengswiderstand sowie fir allgemeine Anwendung.

Bauform: C 22-2 nech TGL 39546 (hermetisches Metallgehduse mit biegsemen Anschliissen)

Betriebstemperaturbsreichs tomp = —40 °c bis +85 °¢
Masse: max. 0;5 g
B
g Gehause
hz R
N G

1
849
i




Grengwerte

TR R A

: /G:éte«-s ource-Spanhung

Gate=Drain=-Spannung

Drain=-Source=Spannung

Drainstrom
Gate=Durchlaflstrom

Veriustleistung

gmb
gm

'

(t-amb & <40 Oc eeio

UGSma#
UGDmax
Upsmex
‘IDmax

IGFma.x

PDSma:;”
= <40 %¢ ... +25 °C
o = 85 °c

+85 °¢)

27
27
27
25

250

1306

n im Be;reich von 25 °C bis 85 %C ist filr die Verlustleistung folgende Formel giiltigs

: o
Phgmax = 290 = 2 (g, = 25 c) JuW/
. o .
: Wert MeBbedingungen ’
KenngrsBen Kurze- min. mex. Ein~ Upg Uss Iy £
zeichen heit v v wh Hz
Vorwdrts-Steilhelt 5721 . mA/V
KP 307 A 4 S - 10 0 - 5. =1500
KP 307 B 5 10 10 ’ 6] - 50 =1500
KP 307 G 6 12 10 Q = 50 =
1500
KP 307 E 3 8 10 0 - 50 -
. 1500
KP 307 Sh 4 14 10 6] = 50 -
1500
AusgangSleitwert Yoog /us
= 200 10° o} = 50 =
Kp 307 & 1500
Dréain-Source=-Kurze= Inss mh
schluBstrom ‘
KP 307 A 3 9 10 0 - -
KP 307 B 5 15 10 0 = -
Kp 307 G 8 24 10 0 o -
KP 307 E 1.5 5 10 -0 - -
KP 307 Sh 3. 25 10 0 - -
Gate-Reststrom IGVSS1 mA
Kp 307 A - EP 307 E - 1 4] =10 - -
KP 307 Sh = 0,1 ¢} =10 - =
Gate=Reststrom IGSSZ = 10 /uA 0 =30 - =
Abschnilirspennung UE v
KP 307 A 0,5 3 10 - 1072 -
KP 307 B 1 5 0 - 1072 -
KP 307 G 1,5 6 0 - 1072 -
KP 307 E - 2,5 10 - 1072 -
KP 307 Sh - 7 10 - 102 -
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Fortsetzung

. igche Kennwerte )
Ziekirzache Repon : Wert ‘ WeBhedingungen
KenngréBen Kurz= min. maX . Ein- Ups Ugg I £
zeichep heit Y v 1ok Hz
Aguivaelente Rausch- Ep ; nV/¥Hz
spannung ‘
KP 307 A, KP 307 E - 20 10 0 - 107
KP 307 B, KP 307 G - 2,5 10 0 - 10°
Mittlere quadrati- QR C
sche Rauschladung ¢
KP 307 Sh - 0,4.107 7 0 - -
' . : 7
Eingengskapazitét .CTIS - 5 pF 10 Q = 10
‘ ' 7
Rickwirkungskepea- C125 o 1.5 pF 10 QO - 10
zitat :

Binsatzhinwelse

Der Tremsistor kenn in einem Minimalabstend von 4 mm vom Transistorgehiuse bcl _einer Tempe=
retur von mex. 260 °C und einer Dauver von mex. 3 s geldtet werden.

Der minimale Abstand zwischen der AnschluBbiegestelle und dem Transistorgehduse betrigt
3 mm. Der minimale Biegeradius betrigt 1,5 mm.

Werden die Tramsistoren unter mechénischen Belastungen von groBer 2 g eingesetzt, sollte
das Geh8use gehaltert werden. Die Trensistoren KP 307 Sh kbnnen bei Temperaturen
bis =150 ¢ einmelig eingesetzt werden.

=0
Um zu sichern, daB der Gate=Kriechstrom von 1077A bei einer hohen Luftfeuchtigkeit nicht
Uberschritten wird, wird empfcohlen, die Trensistoren nur in Verbindung mit hermisierten Gew
réten einzusetzen oder den Tramsistor lokal gegen FeuchtigkeitseinfluB zu schitzene

Die Transistoren KP 307 Sh sind vorrangig zum Elnsatz in ladungsempflndllchen Vorverstar»
kern und in Ger#ten der Nuklearspektrometrie vorgesehen.

Literatur

/1/ Tranzistory Sestr 4 (Trensistoren Teil 4)
Elorg Moskva. S. 108




Die vorliegenden Datenblitier dienen
ausschlielllich der Infarmation!

Es konnan darsus keine Liefermig-
lichkeiten oder- Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten,

Herausgeber:

veb applikationszentrum slekoronik berlin
irm velb koembinat m@kme&aktronik

DDR- 1035 Berlin, Mainzer StraBe 25

Telefon: 5§ 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3065




(P 350 A, KP

‘Herstellerland: UdSSR
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 Ubersetzung, bearb. .

Feldeffekt=KleinleistungsTransistoren

Allgemeines
Die Transistoren KP 350 A « KP 350 W sind 'Silizium=Plener-n-Kenal-Feldeffekttransistoren
mit zwei isolierten Gates, Sie sind vorgesehen fiir den Einsatz in Empfnger- und Vere

stérker-Scheltungen der Nechrichtentechnik, Fernseh- und Radiogerfiten im Frequenzbereich
bis 400 MHz.

Bauform: G 22-4 nach TGL 39546 .
. (hermetisches Metallgeh#use mit biegsemen Anschliissen)
» Betriebstemperatur= o °
bereich: % = =40 “C bis +85 “C
amb
Messe: ) mex. 0,7 g
53
)
R
g
e BN




Grenzwerte .. (bgpp = ~40 °C ...485 °C)

vGate TwDrainvSpannung4 UG1Dmax 21 v
Gate 2-Drain=-Spennung Uaopmex 15 ¥
Gate—SauréemSpannung UGSmax: 15 ¥
Drein=Source=Spennung UbSmax 15 7
Drainstrom 7 IDmax 30 mA
Verlustleistung (tsmb = =40 %G ... 25 VOC) PDmaxH 200 mw
1} Beiftamb =25 9% ... 85 °C sinkt.die Verlustleistung linear auf 100 mW.

Elektrische Kennwerte
e SR SR T Y

WeTT MeBBedinguﬁgen

Kenngrode Kurz- min mex. | Ein- | Upg Us1s 1ps £
zeichen : heit v Ugps mé Hz
v
Vorwtirts=Steilheit Vo1 6 11 wh /v 10 6% 107 50-1500
Drain-Reststrom ’ IDSS mh
KP 350 4, KP 350 B 0,03 3,5 15 - - -
KP 350 W - 6 15 . - -
Gate-Reststrom Iags | 05001 5 nb - 15;15% - -
_ébschnﬁrspannmng Up1 0,15 6 v 15 6% O;T 107
' Up, | 0,15 4,5 15 - 0,1 107
Eingengskepeszitst Ciis | 208 6 oF 10 0;0% - 107
Riickwirkungskapa- Ciog | 0,02 0,07 | pF 10 0;0% - 107
zitdt -
Ausgangskapazitét c22s 3.4 6 pR 10 O;Ox e 107
Reuschfektor I B
KP 350 A - 6 10 6% 10 4.108
KP 350 B, KP 350 W - 6 10 6% 10 1.108
Iy
A .
!
, 5y
40 %V
3y
30 ) .
20 7 !y Bild 2: Anfangsabschnitite der Ausgengse
L~ 1V kennlinien im Anreicherungsfall bei
70 U= 11 U =6V
4 L G2s =
0 1 2 3 4 Uply
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Ip 5.%
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Bild 3: Typische Ausgengskennlinien Bild 43 Anfangssbschnitte dexr Ausgangse
im Anreicherungsfall bei kennlinien im Versrmungsfall bei
UGZS =6V » UGZS =6V ’
I I
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Bild 5: Typische Ausgangskennlinien Bild 63 Anfangsabschhitte der Ausgangskenn-
im Verarmungsfall bei linien im Anreicherungsfall bei
UGQS = 6V UGZS =8V
I Io
wih 4
f I
—2,0 10 M .
L/ ! : :
ﬂ N . I"Q"V
;f Il k1.5 08
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a +10 ‘ p4 L=
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Bild 7: Typische Ausgangskennlinien Bild 8: Anfengssbschnitte der Ausgangskenns~
im Anreicherungsfall bei linien im Versrmungsfall bei
UGZSSSV UG2S=8V
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Die folgenden Kurvendarstellungen
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Bild 10: Vorwdrtssteilheit in Ab=
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Bild S Typiéche Auagangskennlinien im Verarmungs-

fall bei UGZS = 8V

gind typische Verl#ufe und tragen rein informetiven

Die Angabe der 95 %-Grenzen dient dexr Verdeutlichung der moglichen Streubreite

~~~~~~~~ Grenzen der 95 %-Verteilung).
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Bild 11: Vorwdrissteilheit in Abe
hEngigkeit vom Dreinstrom bei
Upog = 6V

Bild 12: Vorwdrtssteilheit in AbhEngigkeit vom

Drainstrom bei UG28 =8V

Bild 13 Vorwdrtssteilheit in Abe
vom Drainstrom bei sich #ndernden
Gate 2=Source~Spannungen
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Bild 14: Drainstrom in Abhéngigkeit
von der Gale 2-Source=

spannung
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Bild 15: Drainstrom in AbhZngigkeit von der
Umgebungstemperatur tamb
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Bild 16: Dreinstrom in Abhingigkeit von

der Gate’ ‘i'wSourcemSpammng
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Bild 18: Typische Abhiingigkeit zwischen
meximeler Leistungsverstérkung
und Preguenz
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Bild 20: Typische Abh#ngigkeit zwischen
minimalem Rauschfektor und

Frequenz
Cris
pF
Upg =10V
Ups=0
£ =10MHz
4 =
3 .

0 2 4 6 &  Upl¥

Bild 22: Typische Abhéngigkeit zwischen
Eingengskepezitdt und Gate 2-
Source-Spannung

g2 I e g S Bild 17: Abschnﬁrspannung in Abh#ngigkelt von

der Umgebungstemperatur tamb
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Bild 19: Typische Abh8Bngigkelt zwischen
meximaeler Leistungsverstéirkung
und Draiu-Source=Spannung

Frmin
34
: Ip* 5mh
30 |4 s 8V —
/ f =400FHz
1
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Bild 21: Typische Abhingigkeit zwischen
minimelem Reuschfakior und
Drain-Source=-3pannung

Cﬂﬁ
pF Ugas= 0
Uszs= 6V
£ = T0MHz
4 — =
3

4 é 1z Ups 1V

Bild 23: Typische AbhEngigkeit zwischen
Eingengskepeazitét und Drain-Source-
S panmung
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Bild 24: Typische AbbiEngigkeit zwlsgchen Bild 25: Typiﬁche AbhEngigkeit zwischen
Rickwirkungskepazitit und Rickwirkungskapeszitiét und
Gate 1=Source=Spannung Gate 2-Source=Spennung
CZZs
Crzg pF :
PF L U&m: 0 L&‘I’S,’ 0
407 |5 Uszs» 6V 5 N Ugzs= 6
006 | \ ( £ o= 10MHz \\ =10 MHz
0,05 S . _
0,0% } B :
003 , 3
¢ 6 & 10 2 1% Upgll & 6 8 10 12 M Uy ¥
Bild 26: Riuckwirkungskepszitédt in Ab- Bild 27: Typische Abhingigkeit zwischen
héngigkeit von der Draine- Ausgengskapesltét und Drain-Source-
Source-S pannung Sparmung
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4
10 L \\h
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Bild 28: Typische Abh#ngigkeit zwischen Bild 29: Gate 1-Abschniirspennung in Ab-
Ausgengskeapazitét und Gate 2- héngigkeit von der CGate Z2=-Source=
Source=Spannung - Spennung
Einsetzhinwelse

Die Anschliisse konmen in einem Minimelebstend von 3 mm vom Geh8use und einer Maximel temperatur
von 260 °C geldtet werden. :

Die Lotdauer derf dabei 3 s nicht Uberschreitene.

BEs ist nicht gestettet, die Trensistoren gleichzeitig in mehreren elektrischen und thermischen
~ Grenzwerten zu betreiben. ,

Beil Auftreten von mechanischen Einflissen ist der Transistor em Geh#use zu haltern.

Literstur

/1/  Trenzistory Cast' 4 (Transistoren Teil 4)
Elorg Moskva, S.113
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KT 939 A, KT

Herstel!er%and: UdSSR

Ubersetzung, bearb,

- Silizium-npn-Epitaxiel -Plenartrensistoren fir UHF-Verstirker

- Die Trensistoren KT 939 A und KT 939 B sind vorgesehen Fiir die An-.
wendung in Verstédrkern der Klasse A mit erhdhten Anforderungen an

 die nichtlinearen Verzerrungen
Metall=Keramikgehiugse KT=16=2 nach GOST 18472-82 bzw. Gehduse C 88-4
nach TGL 39546 ' : | :
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|
Basis - 1
' Emitter ’ &=
3N
; / i
oy
S . BN
N —
S
R }&ollgééor 5 i}b | |
I 075 |
167
Typbézeichnung
Herstellungsjshr
Grenzwerte (fir Betriebstemperaturbereich&dz = féﬁ voo +100 9C)
| o : : 1)
Uspmax (z}b = 25 “0) 30V N
O e
R (Pg =25 %0, Rpp=1082) 30 V
' 2
UErBmax 3,5V ; )
' 2 4
ICm&x » 400 mA
PCm&x, (%%Gaﬁ 25 °c) 4w 3)
. o
e | 150 °¢

1) Im Gehdusetemperaturbereich von +25 bis =60 °¢ reduziert sich
UGBmax und UCEmax linear auf 25V

2) im Gehéasetemperatﬁrbereich von =60 ... +100 QQ unter der Be-
dingung, daB die maximele Kollektorverlustleistung PCmax bei der
entsprechenden Temperstur nicht Uberschritten wird

- 3) Bei Anderung der Gehdusetemperstur ven +25 bis +100 °¢ reduziert
sich Py .. linesr um 0,032 W/°C
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4 - ; < . fif | - {ch
) Igpax = 400 mA bed Ugy S 10 V3 fir Ugg > 10 V verringert sich der
zul8sgige Wert fiir Iﬁmax entsprechend SOAR=Diagramm

V' da = 25+ 0

e

0.

300.
200

100.

U Bild 1: Grenzen des sicheren
“jfli- Arbeitsbereiches

} : : .
Le(1) | G(Z’) IC

Bild 2: Typische Abhéngigkeit der Kleinsignal-Stromverstirkung v@m
Kollektorstrom fir KT 939 4 und KT 939 B :

h21emax = Meximelwert des Kleinsignel=Stromverstédrkungs-

fektors \
Ic(i) = vorgegebener Minimalwert des Kollektorstroms
10(2} = vorgegebener Maximslwert des Kollektorstroms
Nodomin = niedrigerer Wert von hyyo . (1) und Bz 1 emin (2)



Elektrische Parameter (fir Geh#usetemperatur zﬁa =25 I 10 °C)_

4

Kenngréfen

tYDe

mine . mexX. E@ﬁbeding&ngem

K@llektoruBésiSW T
Reststrom CBO '
Gruppe A , 0,01 1,0 1000 '/uA Uop = 30 V
Gruppe B 0,01 150 2000
Emitter-Basisg-
Reststrom CL IEBO :
Gruppe A 0,5 3,0 500 /uA Ugg = 3,5 V
Gruppe B 0,5 3,0 1000
Kollektor-Basis= U = 12V
Stromverhdlinis h21E cB s
Gruppe A 40 113 200 Ip = 200 mh
Gruppe B 20 113 200 -
Kollektorsperr- o :
gchichtkeapazitét ¢ HQB = 12 V,
Gruppe A 35 3,9 55 PP 7 L 10 Mz
Gruppe B 355 359 6,0 ;
Ubergangsfre=- f
quenz 1) : T wz Yeg = 12V,
Gruppe A 2500 3@20 3300 f = 300 MHz
Gruppe B 1500 2060 2300 - .

| Ig = 200 mA
Verhdltnis der ' o
Kleinsignel- Botemax 1004 1,25 122 Ugg = 12 Vs
stromvergtér- — o
kimgén §§ hg} emm IC = 4’@ e ¢ @ 4@@ mé
Kollektor=Riick=
wirkungszeit= 2@ ,
konstante U = 10 V
Gruppe A 4 4,6 g ps CE ~ s
Gruppe B 4 4,6 0 £ = 30 MHz

: IE = 50 mA
Kollektor=Emitter=- .
igrchbruchspanw U(BR}GEQ 18 - 28 34 v IE = 30 mAQIB = Q
ung .

Emittersperr- : B “ _ _
schichtkapezitét = CE 5 17,5 23 pF Ugg = 0, £ =10 Mz
Kollektor-Enitter- ‘ -
Reststrom - Iegr 0,01 2 2000 uA Upp = 30V

1) fir Bmitterscheltung
2) pefinition entsprechend Bild 2
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Sémtliche Karvendarstellungen gelten fiir den Umgebungs«-
i:emperaturberemh 'if' =25 £ 40 G

Iy
mA ||/
60|\
501
b0
Upe=0—
301! |
20
BN
10 [l
R v,
0 :7 Ace=5V Bild 3¢ Eingangskemzlinie in Emitter-
06 0708 UEE schaltung fiir KT 939 A, KT 939 B
v
Lc Pl '
500 : _,A/,Is = 5,0 mih
450 T =6 5ma
400 AT — T = 40mA
350 T T h - 3,5 m4
30 VT 1] 1
250 MMM M_‘_,,,_,,,”.L B = ~Jf0 m[Q
20— L L L =Te=25m/
150l ——T6=70mi
100} I8=1,5mh
50 IB=10mhA
9 - Le=05 m/f!

723’7‘56789%&7

-Blld 4: Ausgengskennlinien in Emttersche&tmg
fir KT 939 A, KT 939 B
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Die folgenden Kurvendarstellungen gind typische Verléufe und tragen
: ;nsgesamt rein informetiven Charakter. : -
Die Angabe der 95 % - Grenzen dient der Verdeutllchung der mogllehen

Streubreite (

der 95
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3000 :

e T =200mA

2800 f = 300MHz
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2200 | e 1™ I
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T = 200 mA ||
1800 [1] £ © =300 MHz
1600 | [1
1400 — T 1
O T 1 T T 1T I T T T 1T

0567 839101171314 15161718 Ucp

v

typische Abhangigkelt, wwwwww Grenzen

Bild 5¢ Gleichstromver-
stdrkung in Emitter-
gchaltung in Ab=
hdngigkeit vom Emit-
terstrom filr KT 939 A,
KT 939 B

'‘Bild 6: Transitfrequenz in
Emitterscheltung in
Abhéngigkeit von derxr
Kollektor-Emitter-
Spannung fir KT 939 A

Bild 7: Treansitfrequenz in
Emitterschaltung in
Abhéngigkeit von der
Kollektor=Emitter-
Spennung fir KT 939 B
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Bild 8: Transitfrequenz in Emitterschaltung
in Abhéngigkeit vom Kollektorstrom
fir KT 939 A '

_fr
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' Bild 9: Tremsitfrequenz in Emitterschaltung
in Abhéngigkeit vom Kollektorstrom
fiir KT 939 B
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(x 1 dyn:

Herstellerland: Ud@@%
Ubersetzung,bearb.

Der integrierte Schaltkreis K 565 RU 14 ist ein dynemisches RiM mit wahlfreiem Zugriff in
n=Kenel-Silicon=Gate-Technologie mit einer Kapazitdt von 4096 bit in einer Organisation von

4 K x 1, Die verwendete dynsmische 1Transistor-Zelle in n;Kanaleechnologie ermgdglicht eine
hohe Packungsdichte und groBe Schnelligkeit. Der Schaltkreis ist flr dem Aufbau von RAN-Blok-
ken verschiedener EDVA-Systeme, Mikrorechner und Automatisierungseiunrichtungen bestimmt.
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Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen



Bezeichnung der Anschliisse:

1 UGBB Betriebsspannung = 5 V
2 A S Adresseneingang
3 A 10 Adresseneingang
4 A 11 Adressenelngang
5 ¢S Chipauswahl (Chip select)
6 Doy Dateneingang
7 DCUT Datensusgang
8 A O Adresseneingang
9 AT Adresseneingang
10 AZ Adresseneingang
11 UGB2 Betriebgspannung -+ 5 V:i
Kurgbegchreibung

- dynemisches RAM in der Organisetion 4096 x 1 bit, volldekodiert

- Lese- oder

= Adressenzugriffszeit:

Schreibzykluszeit:

getrenniter Datenein- und -ausgang
alle Einginge sind TTL-kompatibel (suBer

*roy

*ice

i

CE

)

400 ns

= 200 ns

3 Versorgungsspannungen (UGB1 = 12 V; UGB2

- Tri-state - Ausgangssignal, TTL-kompatibel

~ zerstdrungsfreies Lesen
- unkomplizierte Speicherfreigebe durch CS

geringer Leistungsbedarf
Dauver der Regenerierungsperiode: _
22poliges Dual=-in-line~Kersamikgeh&use mit 10 mm Reihenabstand

2 ms

:+5

12 WE Schreibsignal

13- A3 Adresseneingang

14 A 4 Adresseneingang

15 a5 Adresseneingang

16 NC nicht angeschlossen

17 CE Freigebesignal (Chip enable)
?3 Uapi Betriebsspannuggk + 12V
19 A 6 Adresgeneingang

20 A7 Adresseneingang'

21 . A8 Adresseneingeng

22 UGﬁk Bezugspotential

v;'UGBB: - 57V; Ugg = 0V)

29,5 mox. -
7 250 -
max, - 89
\t T T
d’y o = ! - . _‘l - S - l - /[I -
o ! h[ ié'
i ' : 1L
k
0b
100
\750
Bild 2: Abmessungen des Gehéuses

einfache Kapszitédtserweiterung durch zwei Ghlpauswah181gnale CS und CE



a2
¥
I3
[}
i
-

1/86

AQ : 6l . Ut
A lo—— Zeilendekoder /__{Speicherma- —°Ugg?2
A20— und ’ méa » —43683
A 30— X —UGB
A bo——  Adreflregister \
A So—r
) 6
- ' 7
. Zeitsteuerung Spalten -
CE - vgrsfdrke(‘
A
6b
o Ein- und Aus - Spaltendekode
WE. o in-und Aus - paltendekoder
‘ﬁE gabeeinrichtung und Adre(3register
(S o— , ' :
D A£ AB AL
ouT , AT A9 AT

Bild 3: Blockschaltbild des K 565 RU 1A nach Angeben des Herstellers

Beschreibung

Der dynemische MOS-Speicher K 565 RU 14 ist in einer Speichermatrix zu 64 Zeilen und 64 Spale
ten orgenisiert (sh. Bild 3), Die Adressen A O ... A 5 sind die Zeilenadressen, die Adressen
A6 oo. A 11 die Spaltenadressen. Uber Chip enable CE erfolgt die Aktivierung des Speichers.
{ber WB, TS und CE werden die verschiedenen Betriebsarten des Speichers eingestellt. In diesem
Speicher wurde eine dynamische Speicherzelle verwendet, die eine Verringerung der Leistungs-
aufnahme bewirkt. Es erfolgt ein nicht zersttrendes Lesen der Information. Die Informationen
werden beim K 565 RU 1A entweder wihrend eines Lese= bzw. Schreibzyklus oder wihrend eines '
Lesen/indern/Schreibzyklus jeweils nur auf der susgewdhlten Zeilenadresse aufgefrischt. Jede
einzelne Zeilenadresse muB imnerhelb eines Zeitraumes von 2 ms einen Affrischzyklue erfahren.
Wenn filr das Auffrischen ein Lesezyklus benutzt wird, kann das Sperrsignal TS, H= oder L=Pegel
heben. Wird ein Schreib- bzw. Lesen/lndern/Schreibzyklus benutzt und soll das Schreiben wih-
rend des Auffrischens verhindert werden, muf CS = H sein.

Die Einscheltdsuer des Signals CE muB kleiner 70 % der Zykluszelt sein.

Nach Anlegen der Betriebsspannungen ist die richtige Funkition des Schaltkreises nach der Ab-
arbeitung von mindestens vier Blindzyklen gewEhrleistet. Die kapazitive Abblockung der Ver=
sorgungsspennungen muff gewdhrleisten, daf die dynamischen Abweichungen vom Mittelwert der Ver-
sorgungsspennungen beim Betrieb des -Schaltkreises kleiner als % 100 mV sind.

Der Hersteller des Schaltkreises gibt den Hinweis, def nach dem Besticken der Leiterplatte
eine Behaendlung mit Feuchteschutzlack erfolgen soll. Die Einbau= und Lotvorschriften filr MOS-
Bauelemente sind selbstversténdlich einzuhalten.
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Grenzwerte

&ennwert Kurzzeichen ~min. meX. } Einheit
Betriebsspannung Usny 1) 7 0 13,5 v
' ' Uope 1) 0 6 - v
UGBB 1) » . "595 “’475 v
Bingangsspennung an Ur } ) =1 6,5 v
A O ... A 11, Dpye : ’ .
c5, W& ,
ingaﬁgssp&nnung an CE Urcr -1 13,6 ’ v
ax. Ausgangskspazltét CL . ‘ 300 - pF
stiegszelt der‘Signale tTLH 10 :‘ ‘ - 40 ) vns

"1) Es ist eine kurszfristige (max. 10 ms) Uberschreitung der Retriebsspannung UGBE auf + 7V
und der Spammung Upp, bezogen auf UGBB guf + 20 V unter der Bedingung UGBJ 4,5 V zuge~
lessen. Ein lingeres Betrel ben des bchaltkrelses auf dem BuBersten Grenzwert karm die
Zuverl¥ssigkeit des Schaltkreises beeintrdchiigen.

Betricbsbedingungen und elektrische Kennwerte

Kennwert Kurzzeichen Meﬁbedingungeh min, t¥ype maxe. Bipheltd
Betriebsspannung Uggq Ueg = 0.V3 1) 11,4 | 12,0 12,6 | v
Betriebsspannung , UGEZ Usp = 0 V3 1) 4,5 5 5.5 v
1Betriebsspannurig Z Uegs Ugg = O Vs 1y =5,251 =5 L =475 v
Bezugspotential Uap 1) ) ) 0 0 o v
Betriebstemperaturbereich : o 70 e
EBingangsstrom (aufier CE) Iy Upy = Upp + Ugys ' 0,01 10 /uA
2) o
Eingengssirom des - X Usg = Upp + Uppys T 0,01 10 vl
Freigabesignals CE CE 2§N 1L H ) i /
Leckstrom am Infor= ILDO UDO =0V + 5,25 V5 0,01 10 /uA
mationsausgang ‘ Ugg = = 17V + 0,67V .
- oder UCS = 2,4 V.

Stromaufnahme U : I Uy = = 1V + 0,6 Vg 110 300 DA
Ibei nicht ektiveR CE GBIL | o4E : | 4
Stromaufnahme U I Unp = Uprrs - 60 mA
bei aktivem CE GB1 GB1H gE = 2§E§é i

: Ve . , ,
mittlere Stromaufnshme IGBZ Zykluszeit = 400 ns; ' w38 . 54 ] mh
an Ugpy Iy = 25 °C; 2) :
Stromeufnshme an U I Ui == 1TV + 0,6 V3l 0,01 10 vA
bei nicht aktivem %§2 GBzL 2?? 3) ’ /

®




zuerst angeschlogssen, aber zuletzt abgeschaltet werden.

1/86 5 {565 RU 1
| Kennwert JEurzzeichen 'Meﬁbedingungenw mine . 'typ. maX e Binh.
Stromaufnehme an LU/ R T 5 100 Juk
L-Fingangsspannung U, tT = 20 ns =1,0 0,6 v
| Yepr = 1V
H-Bingangsspannung Urg tT = 20 ns 2,4 Ugpo + 1 -
L-Eingangsspannung UCEL =1,0 1,0 v
an CE : ) .
H-Eingengsspannung ape- U - 1 U + 1 v
en CE CEH GB1 GB1
I~Ausgangsspannung Ungy, IOL = 2 mi 0 0,45 v
H-Ausgangsspannung Upor Iog = 2 ma .2,4 Usgo v
Bingangskapazit&t g, C U U 4 6 pF
L0 ..o & 11, 0B R B
Vg = e C
| Kapazitdt von CE Cop Uy = UGB 17 25 pP
o Ty = 25 °C .
Avsgangskapazitit CC UOUT" ov 5 T . pR
) Afbofa = 25 c
Bingangskapazitdt CWEs UIN =0V 8 10 pPR
von Doys W C
IN N
1) Bei inlegen der Betriebsspannung en den Schaltkreis muB die Quelle Uens unbedingt

Es ist unzuliissig, die Betriebsspannung UGBB mit einer griBeren Verzigerungszeit als

100 ms gegeniiber der Zuschaltung von UGB? und UGB?
nung UGB3 mit einer gréBeren Verzdgerungszeit als 100 ms gegeniber der Abschaltung
von UGB1'und Ugpp 8bzuschalten. Beim Einschalten der

2) ‘%ypische Werte engegeben flir ﬁ; = 25 %¢ und maximale

CND WaTl e

Spannung UGB? igt zu beachten,
daBl es nicht zullssig ist, dal UGBB-vorher positiver als U

Betriebssﬁannungen

3) Bei sktivem CE ist die Stromversorgung en UGB2 abhéngig von der Ausgangslast, da
’ UGB2 nur an den Ausgangspuffer angelegt wird.

Dynamigche Kennwerte

flir 7, = 0 o0 70 %0; U, = 12 VE 5 %5 Uppy = =5V E5 %

Ugro

=5V % 10 %

einzuschalten und die Betriebsspan-

Lesezyklus, Schreibzyklus und Zyklus Lesen/ﬁndern/Schreiben, wenn nicht enders angegebenl

UGB = 0 V: tT = 20 ns; CL

= 50 pF; 1 TTL-Last; t

acc = tan Yoo t i

Kennwert Kurzzeichen| MNeBbedingungen min. tyPe MmeX. Einh.
Auffrischfolgezelt tREF 2 ms
Bereitstellzell der tAC 0 ns
Adressen und CS

gegen CE _
Adressenhaltezelt tAH 100 ns
CE=-Pausenzeit tCC 130 ns




Kennwexrt Rurzzeichen Me8bedingungen mine. typ. max. Einh»

?;nsg%wingzeit tT 10 40 ns
pri .
Abschaltzelt von tCF 0 ns
DOUT bezogen auf CE .
Lesezykluszeit trey 400 ns
H=Impulsbreite von top 230 4000 ns
CE in der Betriebs-

1 art Lesen

Zugriffszeit fir tCO 180 ns

Freigabe von (B

Adressenzugriffszelt tACC 200 ns
Haltezeit von WE = H  typ 0 ns

nech Beendigung von CE

Verzdgerungszelt CE tuc 0 ns

bezogen auf WE = H

Schreibzyklus

Schreibzykluszeit tWCY' 400 ns
Impulsbreite CE in tgW 230 4000 ns
der Betriebsart =

Schreiben

Bereitstellzeit tW 125 ne
Schreibsignal

von CE-~Ende

Zelt vom/Beginn VoI tcw 150 ns
CE bis zum Ubergang

von WE in den Zu=

stand High

Bereitstellzeit D e F) 0 ns

bezogen auf WL = bW

Verztgerung von s

Signal WE gegen CE . W 75 ns

Haltzelt von D % 0‘ ns
bezogen auf el 1 DH ‘ ’
Impulsdauer von WE typ 50 us
Zyklus Lesen/indern/Schreiben

Zykluszeit fir Lesen/ tpye 7 520 ns
Indern/Schreiben

H-Impulsbreite von CE tCRW 350 4000 ng
Vorlaufzeit von Wi = H tyo o] ns

bis zum Einschalten

von CE

Vorlaufzeit W& = L Ty 150 ns.

bis zum Ausschelten

von CE,

Informationsschreibzelt

Impulsbreite WE Typ 50 ns

Bereitstellzelt D % Qo us

bezogen auf WE = £§w bW

Datenhaltezelt tDH 0 ns

bezogen auf CE e v

Freigabezeit fir Zugriff tGO 180 ns

iber CE bzw. Auvsgangs-—

verzogerung von CB

Adressenzugriffszeit  t,,q 200 ns

1) inmerkung: Wenn CE im Zustand "L¥ ist,eche WE in den Zustand "HY geht, muf DIN definiert
anliegen, wenn CE in den "H"-Zustand geht.
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U S ey
Adressen ~® | Adresse. Adressenwechsel Adresse
und €S U I @ | stabil moglich stabit
o | fr— B JE plielT )
U fCE
CEH -—6) 3. 7 4
CE of \ /
UceL- ¥ e/
ftc o
o WC - .
Un _
— WE - WE - Wechsel
WE Wechsel moglich
UL moglich Wi L
' i
ol tco &
U
DOt — =g e ®——————
Pout hochohmig “definiert / hochohmig
Unol— = —— —— T
< tacc > L ICE
Bild 4: Lese- und Regenerierungszyklus
- Ty o
rire Uy + :
res A
e —‘>§ Adresse stabil K Adressenwechsel moglich %gﬁsbsf
Ui
tay . L
fac Gl fc ol | T
Ucen {/@ \_\ /,____
CE -
Vg, —— O N + )
' wE W o
< Tow —_— - LI
WP '
U ,
WE WE-Wechsel moglich \ / WE ~|Wechsel miglich
U W
o Dw
Dy
&
Uy
. . -Wech
Din Dy ~Wechsel mb’gllct’>< Dy Stabil i wechsel
UL s
UDOH == e e
Dout hochohmig \ / undefiniert hochohmig z
UDOL _______ ; R —
Bild 5: Schreibzyklus



1. TFlir den Regenerierungszyklus missen die Zeilen~ und Spaltenadressen vor tAC wghrend der
gesamten Periode von ¥,y stabil sein und bleiben. \ ‘

2c UIrmex ist der Referenzpegel zum Messen der Zeitintervalle bezogen auf die Adressen, TS,
WE und Dyype
36 UIHmin ist der Referenzpegel zum Messen der Zeitintervaelle bezogen suf die Adressen, auf

@S, ¥E und Dyye
4o USS + 2 V ist der Referenzpegel zum Messen der Zeitintervalle bezogen auf Ck.

5. U
DD
6. Ugg + 2V 1;% der Referen?pegel zum Messen von tCO und tACC“

- 2V ist der Referennggel zum Messen der Zeitintervaelle bezogen aul CE.

fRWC R
Un & @
Adressen / :
und 'fg >< o Adresse stabil Adressenwechsel moglich - >< :
L
fac . | G
In fCRW | o
CE . X\~
u © » ;
(e fu
ol Lot - ‘ . : - fce
P
Ui ; : ’l .
— | @ —
WE : / \ WE ~Wechsel | |miglich
Il —r] v
Y R N s
U / |
Oin- ‘ _ >< stabil ‘ O\ Wechsel maglich
U N .
: it
! < tco o
DOH s Bk ‘ :
DGUB hochohmig " |definiert undefiniert hochohmig \
DOL ———m = — : ,
facc . . ol 1 TCF

Bild 6: Zyklus Lesen/Andern/Schreiben

1. Die min. Zyklusdauer basiert auf %, = 20 ns.

igst der Referengpegel zum Messen der Zeitintervalle bezogen guf die Adressen,
CS, WE und Dyye

3. UILmin ist der Referenzpegel zum Messen der Zeitintervalle bezogen auf die Adressen,
CS, W und DINo :

+ 2 V ist der Referenzpegel zum Messen von Zeitintervallen begogen auf CEe.

4. U

SS
5 UDD - 2 V ist der Referenzpegel zum Messen von Zeitintervallen bezogen auf CE.
6. USS + 2 V ist der Referenzpegel zum Messen von Zeitintervallen bezogen auf DOUT°

7. WE muB bis zum Erscheinen der Ausgengsinformetion den Pegel Uy, aufweisen.
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. lGBl
- [mA]
50
b0 ]
e =230ms

30
20

10

o= ' [

Bild 7: Abhéngigkeit des typ. Strommittel-
wertes IGBI von der Temperatur
'GaiH
[mA]
80 :
60 e
'3%%
40
20
. Thcl
0 25 50 70 LCJ
Bild 9: . Abhéngigkeit des IGBIH von der
Temperatur
2 Vg [V]

Typische Abhé#ngigkeit von I

Bild 11:
Zu UOH O
’YREF[mS.]
1000
100 ==
0 "~

W 0 25 50 10 ! l}d

Bild 13: Abhéngigkeit der typ. Regenerie~

rongszeit von der Temperatur

K 565 RU 1
[GEI |
[“;2] - Uggq = 12,6 V
UGB2 = 5925 v
39 s Yee=1300ns Uggs = =475 ¥
UCEH’g 7392 v
. fCE;BO \ T = 25 V¢
RN [~
3
' foy
0 200 400 600 800 1000 1200 %600
Bild 8: Abh#ngigkeit des typ. Strommittel-
wertes IGBI von der Zykluszeit
U : :
Dﬂ Te
}2  Uggqy = 12,6 ¥
by Uy = 11,6 ¥
/),2 \'“\ T 2
08 2 g1 = -4
06 Uggy = 10,4 V
0L
02

fen]

: fr
10152025303540

Bild 10:

Abhanglgkelt des Maximalwertes U
von der Aunstiegszeitl- tT
lor [mA]
40
30
20 T=10°C A
7
A Ao
10 %, :
Bild 12: Typische Abhéngigkeit von IdL
L zZu UOL
o [
300
250
200
MM
150
100 : .
L H . H o
0 25 S0 0 TEd
Bild 14: Abhéngigkeit der typ. Zugriffszeit

von der Temperatur
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Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb. 7

Der integrierte Schaltkreis K 565 RU 24 bzw, KR 565 RU 24 ist ein stetisches RAM mit wable
frelem Zugriff in n-Kenal=-Silicon~Gate~Technologie mit einer Kapezit#it von 1024 bit in einer
Organisation ven 1 K x 1.

Der Schaltkreis ist fiir den Firsstz in verschiedenen EDVA-Systemen, WMikrorechnern und Auto-
matisierungseinrichtungen bestimmt.

9 o—dAD RAM
as [T ] AT P
AS [T Gl A8 20———%%-
PR (o2
WE[RE [3 ] A9 7o b
Al [ Bl & z&ﬂﬁg
A2 [§] ;Z 0o 16 o—A 1 DO . b—o1?
A3 [6 1] D jgzcrw—/gg
o1
AL [T @UCC )
A0 [B 9] GB 1 o——DI
’ 13 03 CE
WE
3e RE,I

Bild 1¢ AnschluBbelegung und Schaltungskurzzelchen



Bezeichnung der Anschliisse:

1 L6 Adressenafhgang o 9 GB’
2 A5 Adresseneingang 10 UG&
3 WE/RE  Schreiben/Lesen 1 DX
4 A1 Adresseneingang 12 Do
5 42 Adresseneingeng 13 CE
6 A3 Adresseneingang 14 A9
7 A 4 Adregseneingsng 15 A B
8 A0 Adresseneingsng 16 A7
Kurzbeschreibung

- n-Kanel-Silicon=-Gate-Technologie

-~ 1 K RAM in der Organisation von 1024 x 1

- PPL-kompatibel zur Serie K 155

= nur eine Betriebsspannpung : UCG =57V

- Adressenzugriffszeit: . bpop = 450 ns

- 4 r: ~state-Ausgengssignal

Bezugspotential -
Betriebsspannung
Dateneingang

Datenausgeng

Freigabesignel (Chip eneble)
Adresseneingeng
Adresseneingeng
Ldresseneingang

- statische Betriebsweise, dsher kein Auffrischen der Information

- zerstdrungsfreies Lesen

- einfache Kapeszititserweiterung durch Speicherfreigabé TE

= getremnter Dateneinw und -gusgang

-~ 16poliges Dualein-line-Keramikgehfuse bei K 565-RU 2
-~ 16poliges Duel-in=line~PlastgehBuse bei KR 565 RU 2

19.2 mox. o
- 1.5 .

[Eal e
R~

=

7

>
»
o

€

L

1.0.59

 Bild 2: Geh#usecabmessungen des GehBusetyps 201.16.11, KeramikgehBuse

'm 20 mox.

) 1.5 &
NURRERNE
»l 2,5 I

&

Bild 3: GehBusecabmessungen Plastgehluse
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3 ‘ K 565 RU 2

Beschreibung

Der K 565 RU 2 ist ein statisches, 1024 x 1 bit organisiertes RAM in ananaleilicGhmGatem
Technologid, BEr wird in einem t6poligen Dual-in-line-Keramike oder Plastgehiuse geliefert,
41le Eingiénge sind TTL-kompatibel. Der Eingeng CE erlsubt die Auswahl eines bestimmben
Spelcherschaltkreises bel der Zusammenschaltung. Eine Erweiterung des Speichers durch Wired-
Or=Schaltung wird durch den three-state-Ausgang (LowtiHigh, hochohmig) ermﬁglichta

Beim K 565 RU 2 sind vier Betriebszustiade (Ruhezustan& Schreiben, Lesen, Schlafgzustand)

zu unterscheiden:

In Ruhezvstand (CE = ngh) igt die Datenein- und -susgebe gesperrt. Der Ausgang DO ist
hochohmig. . Entsprechend der sngelegten Adresse ist eine Speicherszelle aktiviert,

Beim Lesen ((E = Low, WE = High) ist die Information der susgewBhlten Speicherszelle
nach Ablauf der Zugriffszeit tpcc verfighar.

Beim Schreiben (CGE = Low, Wi = Low) wird die Information von DI in die susgewdhlte
Speicherzelle eingeschrieben. ‘

Ein Schlefzustand (power down mode) ist wihrend des Ruhezustaendes durch Absenken der
Versorgung&sp&nnang bac>a2 ¥ mbglich. Durch eine interne Indlkatorschaltung wird eine
Spannungsabsenkung erkannt und der Signalweg zwischen Adressenelngangsschaltunw und
Zeilendekoder blockiert. Dadurch sind elle Speicherzellen isoliert und gegen Stdrungen

geschiitzt. Ein Lesen oder Schreiben lst in diesem Zusiend nichi mdglich. Bei einer
Schlafspannung von UGC = 2 Vist dile Schlafetromsufnshme max. 30 mh.

Einglnge kuag&ng Batriebézu%tand
CE WE/RE DI Do
1 beliebig beliebig ~hochohmig Schaltkrels ist nicht avsgewdhli
Q 0 0 0 Schreiben "0V
o - a 1 1 Schreiben 1w
g 1 beliebli 0 oder 1 Lesen

Betriebsartentabelle des B 565 RU 2 /

| |
Zeilen~ I Speichecmatrix
dekoder g::}
| 32 x 32
g
L5
] N
Sl &
o =
gl 3 le_9o
22 K
5| T
5| &
, i
WE| o3 IEingang &
RE T ISchireiben/Lese &
E%)rn*/Ausgube-
| By Fomal Steuerung
Dl o——1Dateneingang Ausgangs-
I R ) einheit
(E o.4Chip enabie = s
Eingang : 55
Bild 4: Blockschaltbild K 565 RU 2 — l

12



Grenzwerte

Kennwert =~ Kurzzeichen min, max. Einheit
Sgannung en jedem belie- UI =0,5 6 v
bigen AnschluB gegen GB

Betriebstemperatur ﬁé 70 °c
Legerungstemperaturbereich ﬁstg 35 °c
Temperaturbereich fiir den 'gsth =50 50 °¢
Transport 7

Ausgengsstrom IO 10 mA
mex. Legtkepaszitél Crmax 600 pF

Héhere als die angegebenen Grenzwerte kinnen zur Begch8digung des Scheltkreises flhren.
Ein léngeres Betreiben auf dem #uBersten Grenzwert kann die Zuverlédssigkeit des Schalt-

kreiges beeinfréchtigeﬁ.

Betriebsbedingungen und statische Kennwerte

Kennwert Kurzzelchen ( Temperatur: 25°C z 10 K @gc % 3K/ ) Binh.
MeBbed. : re7c - 3 K
Betriebsspannung Uap 5 % 10% =5 ¥ 10% v
mex. Stromeufnshue I 45 45 mA
mex, Leckstrom eam i Unp = 5,5 ¥ 2 10 uh
Eingang LI o : /
max. Leckstrom am I U = 5,5 ¥ 2 10 uh
Ausgang Lo ce ! : /
Low-husgangsspannung Upor | Top, = 2,1 mA 0,35 0,4 v
High=-Avogangsspennung uDOH iOH = 0,1 mh 2,3 2.2 ki
max. Bingangskepazltit Cy 7 - pP
mex. Ausgengskepezltél Gy 12 = p¥
Mex. I-Bingengsspannung  Ugq <0,8 €0,8 ¥
win., H-Ringsngsspannung ﬁiﬁ 2 72 v
{
Kennwert Kurzzeichen { Temperatur: 25°C Tiox OgC % 3K/ ) Eink.
MeBbed. : 70°C 3K
nex, Adressenzugriffs- tyoe | Cn # 100 F 400 400 ns
neit
min. Schreibzykluszeit tge | Cp, § 100 PF 400 450 ns
min. Lesezykluszelt tre | O, £ 100 pF 400 450 ns
Deuer des Schreib- typ £ 300 Z 300 ns
signels
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K 565 RU 2

Kepnwert

Kurgzeichen

Mebbed.

( Temperaturz_

i+ 04
Wi
=R

/ )| Einh.

Zeit der Verschiebung
des Schreibsignals
gegen dag Signal der

Adresse

CE=Low-%eit im

Schreibzyklus

Zeit der Verschiebung
des Freigebesignals
gegen des Sigrel der

Léresse

Freigabezugriffszeit
Deuer des Freigsbe-

gignals

Bereitstellzeit der
Bingengsinformation
begliglich der Ab-
gchaltung CE oder

tysa

CW

ny e

v

v A

Y

20

300

20

250

300

320

250
300

[N T

320

fiv

ns

ns

ns

ns
ng

ns

Bild 5:

AD...

0l

0o

Zeitdiasgramm K 565 RU 2

A9

N

Betriebsart Schreiben

/
[

fwsa

N9N.9.09.94




AD...

CE

WE

Ot

00

Bild 6:

o)
I

—

6

Betriebsart Lesen

===\
AO...A9 .

_
WE
X3
DI
Do

Zeitdiagremm K 565 RU 2

X

_Befriebsart Schreiben Betriebsart Lesen

e
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Betriebsart Schreiben Betriebsart Lesen

4 Vvv"ﬁ r;.___,.m__w_
o T I

Bild 8: Zeitdiagramm K 565 RU 2

tAA und tCD sindé bei folgenden Pegeln abzulesen:

= 0,8 Vs Uye = 2V

Ypor DOH

zZZZZZ unbestimmte Information am Ausgang

grofer Ra‘(Ausgang gesperrt)

lech Al
i [mA t
& +40
- _35
301 =
25 125
204 +20
151 155
0+ Vd : +10
54 : 15 :
o s s e Ul S0 0 1 20 0 40 50 60 7&3""'&J
Bild 9: Abh#ngigkeit der Stromguf- ' Bild 10: AbhEngigkeit der Strem&uﬁnahme .
’ nghme von dey Betriebsspannung von der Temperaitur

bei dz = 25 °C



fa os) - fan 0]
%. B ?
500 | | ' 5.
400 | 400+
300 - ‘ ; 300 4
200 200+
100 ‘ 100+
I Pl * =57 70 %0 % %0 e B = T[]
Bild 11¢ Abh#ngigkeit der Adressen~ Bild 12: Abhdngigkeit der Adressen~
zugriffszeit von der GroBe | zugriffszeit von der Temperatur
der Belastung Kepazitdt C
oo™
. ﬁi
25
204+
15
10 -
5+ 4

; ® Uooﬁd

Bild 13: Abhingigkelt des Avsgangsstromes
von dexr éusgangsspannung bei
z7é=25 C

Literatur

(1) Poluprovednikovejae integrel ‘naje mikroschema K 565 RU 2,

Spravoénye dannye '

{Integrierter Helbleiterschaltkreis K 565 RU 2, Informationsmaterial)
(2) Lieferbedingungen fiir die Schaltkreise K 565 RU 24 '

(3) 1 kbit statisches RAM U 202 D, Datenblatt des VEB Mikroelekiromik "Karl Marx" Erfurt
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Andarungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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Herstellerland: UdSSR ‘ o . /66
Ubersetzung, bearb.

Der integrierte Schaltkrels K 565 RU 3 ist ein dynemisches RAM mit wehlfreiem Zugriff mit einer
Kepazit&t von 16384 bit in einer Organisation von 16 K x 1. Dureh das Multiplexen der A&reBszgs
- pnale ist der Einsatz des platzsparenden 16poligen Dual-inulinenxeramikg@héusesmcglich@ Dex
Schaltkreis ist fir den Aufbau von RANM-Blicken verschiedener EDVA—Systeme, Mzkrorechnernund
Automatlslerungseinrlchtungen bestimmt.

] Uss B e
o 2] 5] TAS . bo—A 2
WE 3 1 00 g
RAS L] 3] A6 10 o—A S
A 0 [3] A3 30— 6 00 ot
A 2 [6] 1] A b Lo—aRAS
Aty 10 A 5 15 o3 CAS
20— DI

Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen



Bezelchnung der Anschldsse.

Ugg Betriebaspaniting = sy . "9 Uy . Betriebsspsnnung + 5 V

T
2 DI Dateneingang ) ) ' 10 A S Adresseneingang
3 WE Schreibsignal 11 A4 Adresseneingang
4 RAS Fingeng des Signals der 1 A3 Adresseneingang
Zeilensuswahl \ ! .

. 13 A6 Adresseneingang
= ! B
2 40 %dressene%ngang 14, DO Datenausgang
6 A2 Adressenelngeng 15 C&s Fingeng des Sighels zur
7 A1 Adresseneingang Spaltenauswahl
8 Upp Betriebsspannung + 12 V 16 Ugg - Bezugspotential
Kurzbeschreibung

o dynamisches RAM in der Organisation 16384 x 1 bit, voll dekodiert
- getrennter Datenein- und —susgang -
= alle Eingtnge’ TTl=kompatibel (RES, EK§,.Wi: CHZ2,7V)
- Zwischenspeicherﬁng von Adressen und‘Eingangsdaten
- Lese- oder Schreibzyklusgeit: K 565 RU 3A = gy = 510 ns
K 565 RU 26 - tGY 370 ns
-~ Zugriffszeit bezogen auf Chd: K 565 RU 3A = %4 = 200 ns
K 565 RU 3G = ﬁCAC = 135 ns
-~ 3 Versorgungsspannungen ( UDD =12 V5 Ugp = 5 V5 Upgg = = 5 V3 Ugg = 0 v

i

-  Ausgang ungelatcht und durch TES gesteuert (bei nicht ak%&y¢e;tem TS 1t der Auagsng
hochohmig {(tri-state)

- zerStﬁrungsfreies Legen

-7 128 Refreshzyklen alle 2 mg zum Datenerhalt erforderiich, ue;resas%euerung durch RAS-
. Signel sllein m8glich

- 16poliges Standardqu&lminmlinemxer§mikgehéuse

19,2 mox.
1.5 o

1,25 max..

Bild 2: Geh#useabmessungen

Beschreibung

Der Scheltkreis X 565 RU 3 ist ein dyﬁamisches RAM in der Orgenisation 16 k x 1 mit drei Be-
treibsspannungen (UDD =+ 12 Vi UGC =+ 5 V3 UBB = = 5 V), Den Aufbau des Schaltkreises veran-
schaulicht das Blockschaltbild in Bild 3. Der 14stellige Adressenkode (4 O ,.o & 13) wird ge=-
multiplext durch die Synchronisationssignale RAS und CAS iiber das Multiplexedressenregister

' iibernommen, in die Zeilen~ und Spaltendekoder weitergeleitet und anschlieBend dekediert.
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K 565 RU 3

Die Speichermatrix des K 565 RU 3 ist in Form von zwei BlScken (64 x 128) orgenisiert. Die Ane
wahl der gewlinschten Speicherzelle erfolgt durch Spalten- und Zeilendekoder iber 128 Spaltern~.
leitungen und 2 x 64 Zeilenleitungen. ~

~ Im Deteil arbeitet der Schalﬁkﬁgis in feolgender Punktionsweise:

Zur Auswahl der Speicherzelle wird in das siebenstellige Adressezreglster (L0 Voo & 6 bazw.

A 7 oo A 13) der T4stellige Adressenkode im Multiplexbetried eingespeichert. Zuerst wer&gn die
7 Zeilenadressen (4 0 ... A 6) mit dem Synchronisationssignal RAS (Signal der Zeilenauswahl)
'ﬁbernommen und zwischengespeichert. Danach werden die 7 Spaltensdressen (A 7 ... A 13) mit dem .
Synchronisetionssignel CAS (Sigual ‘der Spaltensuswehl) iUbernommen und zwischengespeichert. Dabei
mull beachtet werden, dafB die AdrefSsignale zum Zeiltpunkt der negaiiven Flanke von RAS bzw. GAS
im eingeschwungenen Zustand anliegen missen (sh. Bild 4 und 5). Die Siguale RAS wnd TAS bestim-
men den Startzeitpunkt fir die interne Taktsteuerung. Das Synchronisationssignel CAS steuert

die Spaltendekodierung sowie die Dateneingengsregister und Ausgangsverstérker. Das Synchronise-
tionssignal RAS bewirkt die Zeilendekodlerung und aktiviert die Leseverstirker.

Dateneingang DI

‘Der Zustand des Dateneingangsregisters DI wird durch die Verkniipfung der Sigriele RAS, GZ5 und W&
zum Zeitpunkt des Eintreffens des zmeitlich letzten Signgls festgelegih. Zeitbestimmend filr die
Dateniibernahme ist die negative Flanke von GCAS oder ﬁﬁ} Jje nachdem, welche Flanke spiter kommt,
Daten ktnnen widhrend eines Schreib- oder Leseﬁ/ﬁndern/Schreibzyklus eingegeben werden.

Datensausgabe DO

Die &m Datenausgeng enliegende Information het die dieselbe Poleritit wiec die zuvor zwischenge~
gpeizherte Eingangsinformstion, Der Datensusgang gann drei Zusténde (trlmstaﬁeo high, low, hoche=
ohmig) einnehmen. -

In einem Lesezyklus (WE = H) sind die Lesedaten nach der aaf C4S bezogenen Zugriffszeit tapo ver-
flighar, Am Ende des Lesezyklus geht der Datenausgang mit TiS = H wieder in den hochohmigen Zu~
stand. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Signal RAS noch "L" oder "H™ igt.

Beim "frithen Schreiben® , wenn Wi vor oder gleich mit GAS auf "LY geht, ist der Datenausgang Do
‘wihrend des gesamten Zyklus hochohmlg. Mit ﬁ_n S werden die Schreibdaten in das Dateneingangsre-
gister Ubernommen.

Beim "LesegﬁéndernéSchrelban" stehen die Daten wie beim Lesezyklus am Ausgang alle

Wehrend des Lesezyklus muB das Signael WE vom Zeitpunkt des Anlegens des Signals CES vis zu seinem
Ausschalten suf "HY gehalten werden. Beim Anlegen des Signsls CAd nech der Zeit tRCD ”

(tRCD} tRCDmln) vergriBert sich die Zugriffszeit bezogen auf das Signal RAS um die GréBe, um
welche die Zelt tRCD die Zeit tRCDmln iberschreitet.

De der Scheltkreis K 565 RU 3 keine Ausgangspufferregister zur Spelcherung der Ausgengsinformation
begitzt, kann das Signal RAS oder das Signal CAS als Signel "Auswshl des Schaltkrelses“ im Spei=
cherblock dienen. Bel der Nutzung beider Signale RAS uné GES zu diesem Zweck kann dle Zwelkoor=

dinatenschaltung (x, y) filr die Auswahl des Schaltkreises reaslisiert werden. Das Vorhandensein
eines gesonderten Anschlusses fiir die Beiriebsspannung UCC gestattet die Einspeisung der Ausgengs-

stufe des Schaltkreises von der Speisequelle der Logik, mit welcher der X 565 RU 3 verbunden ist.
Das Lesen der Information erfolgt ohmne ihre Zerstdrung. -

Schreiben/Lesen (WE)

Schreib~ bzw. Lesezyklus werden ausgefithrt, wenn sich das Schreibfreigabesignal WE auf I~ bazw..
H-Pegel befindet. Wihrend des Lesevorgangs (WB = H) ist der Dateneingang DI gesperrt.



Auffrischzyﬁlus

Piir den Datenerhalt in den dynamischen Speicherzellen muf jede der 128 Zeilenadressen mindestens
alle 2 ms aufgerufen werden (1 ms). Beim Lesen bzw. Schreiben werden die Daten der 128 Speilcher-
zellen einer ausgelesenen Wortleitung automatisch aufgefrischt. Am ginstigsten ist die Ausfilhrung
der Regeneration in einem speziellen Steuerbetrieb ("RAS-ONLY-REFRESH-Zyklus®) mittels des Sig=

_ nals FAS zu der Zeit, bei welcher das Signal TS den nieht aktiven logischen H-Pegel hat. Die
Ausfilhrung der Regeneratien"in dieser Beﬁriebsart'effolgt bei minimsler Leistamgéaufnahmeo
Wenn sich das RAM K 565 RU 3 im ONLY-REFRESH=-Zyklus befindgt, kbnnen die Quelle Uaa sowle die
Stromversorgung der Leiterplatte von allen logischen Scheltungen des Speichersystems = suller denm
Signalformer HAS und dem AdreBsignslformer mit dem Ziel der Energleeinsparung abgeschaltet wer.
dene.

Einschaltzyklus

‘Nech dem Anlegen der Betriebsspannung an den Schaltkreis K 565 RU 3 begiﬁnt der normele Funkiions-
betrieb des Scheltkreises erst nach dem Ableuf von einigen Arbeitszyklen (8 co. 10 Zyklem). Zu
diesem Zweck k®mnen z. B. 8 Auffrischzyklen durchgefiihrt werden.

Hinwelge fir Anwenduﬁg und Betrieb

Der Hersteller fordert die Einhaltung folgender Hinweise:

Es wird empfghleﬂ; bei Anlegen der Betriebsspannungen wegen des gicheren Betrlebs des Schalt-
krelses die Betriebsspannung UBB suerst anzuschlieBen und zuletzt abzuschalten. Es ist zugelas-
gen, ,die Betriebsspannung UBB mit einer Verzdgerung von 100 ms bezogen auf den Zeitpunkt des
Eingcheltens von UDD und UCC anzuschlieBen. Wenn an den Schaltkreis die Spannung UDD angelegt ist,
igt es nichi zulBesig, daB éle Spannung Upp positiver als USS ist. Beim Ausfall einer oder einiger
Speisequellen und wenn die Speisespannungén zuléssige Grenzwerte Uberschreiten, kaun als zusttz=
liche SchutzmaBnahme gegen Zerstrung des Schaltkreises die zwaﬂgsweise‘Umschaltung'der‘Sign&le
FAS und GAS in den nicht ektiven H-Zustand dienen. Grundsdtzlich gilt eber immer; deB ein Uber-
gchreiten der Grengwerte den dauernden Ausfsll des Bauelementes zur Folge haben kann. Ein Betrileb
auBerhalb der angegebenen Betriebsdaten ist nicht vorgesehen.

Nach dem Loten milssen die Sehaltkreise und die Leiterplatte mit einer mindestens dreifachen
Schutzschicht dés_L&okes UR=-231 beschichtet werden. Die Methode der Lackauftragung muf des Vore
hendensein des Lackiiberzugs auf der Oberfléche der Schaltkreise gewdhrleisten.
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%,%g o] Schrelbstjgnalgene- | Informationsein - ::28([)
TAS o— rator und Taktge- und -ausgabe
oecgfor
: ’ Speichermairix
AO o 3
. AT & Lol 66 x128
2 g<>“-_ R
-4
A g_/d 2 128
Ao & &g 178 Lesever starker
A10 © ® -2 und Spaltenaus- |g
Ableg | % © - lwahlschatter
Ay | || 2 — 1 _m
M 2] S
A6l -5 :
INER ' Speichermatrix
=l
1
Pl 6bx128
A8
— -
Spaltendekoder

Bild 3: Blockschaltbild des K 565 RU 3 nech Angsbe des Herstellers -

 Grenzwerte
Spannungen bezogen auf Ugg = 0 V)

Kennwert Kurzzeichen X 565 RU 34 1 K 565 R¥ 3G Einheit
min. maXe mine max.
Betriebsspannung Upp =1,0 - 13,5 =10 13,5 v
Betriebsspannung Usg S =1,0 6,0 - =150 6,0 v
Betriebsspannung ,UBB : =6,0 =4, 0 =6,0 =4,0 v
Eingengsspennungen Uy 1,0 ) 750 =1,0 7,0 v

gn A € ceo A6,
RES, TS, WE, DI

]

Betriebstempergture g =10 +70 =10 +70 c
bereich é :
Lagerungstemperatur- ﬁ%tg =50 +150 =50 +150 e
bereich A .

“Anmerkung: Hohere slg die oben engegebenen Grenzwerte kinnen zur Besch#digung des Scheltkrei-
gses flihren. Bin lEngeres Betreiben des Schaltkreises suf dem HuBersten Grenzwert
kann die ZuverlHssigkelt des Schallkreises beeintrichiigen.



Betriebsbedingungen und statische Kennwerte

(Spennungen bezogen auf Ugg = O )

Kennwer?t Kurzzeichen K 565 RU 34 X 565 RU 3G Einheilt
’ min. type |mex. mine  {type |max.

Betriebstemperatur Ay -10 +70 -10 +70 °¢

bereich . .

Betriebsspannung Upn 11,4 112,0] 12,6 10,81 12,0{ 13,2 v

Betriebsspannung Uac 4,751 5,0 5.25 4,51 5,01 5,5 v

Betriebsspannung Upp =5,251=5,0} -4,75 | =5,5 | ~5,01 =4,5 v

Betriebsspannung USS i 0 1.0 0 0 ¢} 0 v

H-Zingangsspannung U.. 2,7 6,5 - 2,71 6,5 v

an RAS, GLS, W& - IHC ’ ! ’ ’

HmEingangSSpannun% Upy 2,4 6,5 244 6,5 v

an Di, 4 0 coo 4 ) e

Eingengsspapnung L UI'L 1,0 0,6 . =1,0 0,6 v

filr alle Signale . _

dynemische Strom- IDD 35. 35 mA

aufnahme : )

dynamische Strom- IBB 1300 300 /uA

aufnahme

Stromsufnshme fir Iono 350 3,0 mA

RAS = Upge

Stromaufnahme fir ICCZ ; =10 ~10 =10 10 [uA

RAS = Upyg ‘ : ,

Stromaufnshme fir I 100 100 ul

girom BB2 - /

RAS = Urge - :

Eingangsleckstron ILI =10 10 =10 10 uh

gn den Eingingen /

A O ..o A6, WE,'

RES, CGAS . .

Avsgengsleckstron ILDO =10 10 =10 10 /uA

Spannung des H=Pegel UDOM 254 2,4 v

am Datenausgang bel ‘

eineg Lagtstrom von

Igg = = 4 mh

Spannung des L-Pegel UDOL 0,4 0,4 A

am Datenausgang bel .

einem Leststrom von

Toms - qm

Bingengskeapazitdt Cy 6 6 pF

A O .co A G :

Eingangskgpazlt8t Coms Cpags 10 10 pF

Wi, RAS, CAS G =

. CAS

husgengskepazitd’h Co 7 T nk

Ausgangstrelber= tOFF 80 50 ns

gbschaltverzigerung :
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Dynamische Kennwerte
Kennwert Kurzzeichen K 565 RU 34 K 565 RU 3G Binheit
mine max. min. maXe
CAS=Zugriffszeit. tCAG 200 135 ns
RAS-Zugrifiszeit tpug - 300 200 ns
Lesezykluszeit toy 510 o 370 ns
(Schreibzykluszeit)
" lAnstiegs~ unéd Abfall- Tt -3 35 3 35 ns
zelit der Eingengssige
nale
RAS=Vorladezeit tRP 200 120 ne
RAS=Impulsbreite tras 300 10000 200 10000 ns
RAS=-Haltezeit Ctrsm 200 135 ne
RAS zu CAS Ver- tRCD. 100 65 ns
lzbgerungszeit _
CAS=Impulsbreite tCAS‘ 220 10000 135 10000 ns
CAS - FEAS - Vorladezeit tepp 180 60 ns
Zeilenadressenvor= ASR 0 0 us
haltezeit . » - .
Zeilenadressenhaltezeit  tp . 60 25 ne
Spaltenadressen~ ‘tASC 20 10 ns
vorhaltezelt )
Spaltenadressen~ tCAH 100 55 neg
haeltezeit
Lesekommandos - tRCS 9] O ns
vorhiltezelit }
1Lesekommando= % 0 0 ns
haltezeit RCH
Schreibkommando= tWGH 100 55 ns
heltezeit -
Schreibkommando- Typ 120 55 ns
Impulsbreite _
Schreibkommendo=-RAS- tRWL 150 80 ne
{Vorhaltezeit i
Schreibkommendo-CAS= tCWL 150 80 ne
Vorhaltezedit e
Dateneingangs~CAS- tpg 0 0 ns
Vorheltezeit
Datenecingangs~CAS- tDCH 100 55 ne
Haltezelt .
Impulsbreite des Signals tCP 140 80 ns
5K§ (nur im PAGE=-MODE-
Zyklus) -
Auffrischfolgezeit tREF 2 P s
-|WE-Kommendo-Vorhgltezeit Ty g 20 10 ns
GaS = W8 ~ Verzdgerungs- i 205 140 us
zeit ! ,
DI zu Wﬁié Verzdgerungs~ tDWS 20 10 ns
zeit o
|Haltezeit des Signsls - . 100 55 ns
DI bezogen auf WE DWH
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) offen A

B} @ Zeilenadressen AD... A6
® Spalfenadressen A7... AB

Bild 4: Impulsdisgremm filr den Lesebetrieb
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TRAS o
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Biléd 5: Impulsdisgramm Lesen/Schreiben und Lesen/Andern/Schreiben
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Bild 6: Impulsdiagremm fiir den Schreibbetrieb
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A :jx AD...A G X(
UaL | 7
Una L
DO hochohmig
Do
UpoL 4

Bild 7: Refreshzyklus
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Bild 10: Abhéngigkeit def Zugriffezeit tCAC Bild 11: Abh#ngigkeit der Zugriffszeit tCAC

von der Temperatur von der Betriebsspennung U

beioeiner.Umgebungstemperaggr von
25 ¢
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Herstellerland : Ud
Ubersetzung, bearb.

Der integrierte Schaltkreis K 565 RU 5 ist ein dynemisches RAM in n-Kenal-Silicon~Gate~Techno-
logie mit wahlfreiem Zugriff und einer Spelcherkapazitét vom 65536 bit in einer Orgenisation
von 64 K x 1. . ,
Durch das Multiplexen der AdreBsighale ist der Binsatz des platzsparenden 16poligen Dugleine
line=Kergmikgeh8uses méglichg Der Schaltkreis ist fir den Aufbau von RAM-BlBcken verschiedener
EDVA=Systeme, Mikrorechner und Autematisierungseinrichtungen bestimmt.

0 Uss e
ERG
12 o——1 '
1L 00 CPlo—p &
3] A6 '!00—-—;1\2
13 o0—iA
2l A3 Jo——iIn 7 00 F—o1t
1 A b
T L RAS
BN 15:}CAS
30— WE
2 o—— DI

B1lé ¢ Anschluﬁbelegung uwnd Scheliungskurzzelchen



Bezeilchnung der Angchlﬁsse;

'NC  nicht angeschlossen A7  Adresseneingang

1
2 BI Dateneingang L5 Adresseneingsng -
3 WE Schreibsignel A4 Adresseneingang
4 RAS Eingang des Signals der A3 Adresseneingang
: Zeilensuswahl .

i 4 6  Adresseneingang
5 A O Aéressene%ngang 10 Datensusgang
6 A2 Adressenelngang CAS  Eingeng des Signels zur
7 A1 Aéresseneingang : Speltensuswehl
8 UCG Betriebsspennung + 5 V 16 USS Bezugspotential
Kurgbeschreibung

-~ dynamisches RAM in der Organisation 65536 x 1 bit

= getrennter Datenein- und -susgang

- @alle Eingénge TTI-kompatibel

-~ Zwischenspeicherung der Adressén- und Eingangsdaten - -

- Lese- oder Schrelbzykluszelt: X 565 RU 5B: tCY = 230 ns
K 565 RU 5W: tCY = 280 ns
K 565 RU 5G: toy = 360 ns
K 565 RU 5D: toy = 460 ns

~ drei Ausgengszusténde
= nur eine Versorgungsspeannung (+ 5 V)
-~ Ausgang ungelatcht und durch CAS gesteuert

19,2 MOX,

I s -
] jlli{l I i!'“ i!li l Iiigii! li

'k | | i ) -

i Q 7 7 I W S 7 i |
g0 | = |
S 1 | |

25
17.5
052

Bild 2: GebBuseabmessungen

Beschreibung

Der dynemische RAM K 565 RU 5 ist orgemisiert in einer Speichermafrix, bestehend aus 128 Zeilen
und 512 Spalten (128 x 512). Diese Orgenisation erleubt die Regenerierung der Daten in 128 Zyk-
lens :
Die Eingangssignale RAS (Signal der Zeilenauswehl), GAS (Signael der Spaltenauswshl), WE (Signal -
Schreiben/Lesen), aber gleichfalls die Signele, die das Steuerscheme erzeugen, gestatten die
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Arbedt des Schaltkrelses in den Betriebserten Schreiben, Lesen, Lesen-Andern~Schreiben, page
mode und Regenerierung.

Fir die Auswahl einer der 65536 Speicherzellen ist ein 16stelliger Adressenkode notwendig;
welcher in ein 8stelliges Register im Multiplex=Betrieb eingegeben wird. Zuerst werden paral-
lel die 8 unteren Zeilenadressen vererbeitet. Der Zeilenadressencode (A0 coo A7) wird unter
Zuhilfenahme des Sign&ls ﬁi?\in des Adressenregister Ubernommen. bie oberen 8 Adressen des
16stelligen Adressenkode sind der Spaltenadressencode (A 8 ... 4 15). Er wird unter Zuhilfe=~
nehme des Slgnals CAS iibernommen. Der innere Aufbau der Multlplex-steuerung sichert, da8 nach
der Operation Nultlplexen praktlscb keine Zeit vergeht bls zur Operetion parallele Ubernahme
des Adressenkode.

Der Zustand des Eingsngsregisters DI wird aurcn die Signsle EK“ CES, WE beim Rintreffen des
zeitlich letzten Signals fixiert. )

Wemnn sich:des Signal CAS im Zugtend logisch "1" befindet, nimmi der Informetiomseusgang DO den
hochohmigén Zustend ein und befindet sich auf “"schwimmendem Potential®. AuBerdem bleibt der
Informationsausgeng euch im hochohmigen Zustand wihrend des gesamten Schreibzyklus, wenn das
Signel WE cher als das Signal GAS eintriffi.

Beim Lesen geht der Informationsausgang in der Zugrlffszelt gus dem hochohmlgen Zustand in den
aktiven Zustand ("0" oder "1%) iiber. In diesem aktiven Zustand verbleibt der Informetionsausgeng
DO bis des Signel CAS nicht aktiv (3K§ = UIH> wird. Dabel spielt es keine Rolle, ob das Signeal
RAS aktiviert oder nicht aktiviert ist.

Die abzulesende Ausgangsinformetion hat dieselbe Poleritét wie die eingespeicherte Eingengsin-
formetion.

Beim Anlegen des Slgnals CLS nach der Zeit tRGDmax vergrtfert sich die Zugriffszeit bezogen auf
das Signal RAS um die GroBe, um welche die Zeit tRCD die Zeit tRCDmax iiberschreitet.

Da der K 565 RU 5 keine Ausgangspufferregister zur Speicherung ger Ausgangsinformation besitzt,
keann das Signel RAS oder des Signal CAS als Signal "Auswebl des Schaltkreises" im Speicher=
block dienen. Bei der Nutzung beider Signale RAS und Tis als Signale “"Auswehl des Schaltkreises®
kenn eine Zweikoordinatenschaltung reelisiert werden. ' ‘

Des Legen der Deten erfolgt obme ihve Zersiirung.

Die Regeneratlon der Daten erfolgt wmittels Zugriff zu Jeder der 128 Zellen (A O .co A T) min—.
destens aller 2 mg (1 ms). Die Regeneration der Information erfolgt in jedem iiblichen Arbeits=-
zyklus ded Speichers. Am vorteilhaftesten ist die Ausfuhrung der Regeneration in einem speziel-
len Steuerbetrieb mitiels des Signals FAS zu der Zelt, wo sich des Sigunal CES im nicht ektiven
H=Pegel befindet. Die Ausfuhrung der Regeneration in dieser Betriebsart erfolgt bei minimsler
Aufnahmeleistung.

= Takt ‘ ) Schreibsignals de—WE
‘ generafor generator
Tokt-
S generator
B
g ) : : Informations-lg __p
eingabe
o Spolten- ' i
Ao—s dekoder
AV —s
A2—n 2
N “ Lese— <
A b_‘“ 5 verstarker
2 2—@ g; E 3
—— b o
AT—s £ . ! L Informations-"__,
< - . ' ausgabe bo
e Speicher
3]
=
5 ¢
] *—Ugg

Bild 3: Blockscheltbild X 565 RU 5



Grenzwerte

Kennwert © Kurzzeichen min. mEXe Einhed%
Betriebsspennung bezegen Unn 1) o 6,5 ¥
GG

auf U

38
Eingaigespany an U, 1) -1,0 6,5 v
oo TS, * ! ’
WE, DI bezogen auf USS
Betriebtemperaturbereich {g =10 ’7Q °c
Legerungstemperaturbereich @%t 5 35 °q .
Lastkepszitit Gy, 100 pF

1)  Anmerkung: Eine Uberschreitung der Beiriebsspaunung UCC bis +7 V. igt fiir eine Daber von max.

100 ms zuldssig.

Eine Uberschreitung der Eingangsgpannung UI von =2 V blsg +7 ¥ ist fur eine
Deauer von max. 10 ms zulBssig.

Ein langfristiges Verweilen des Schaltkreises in der angegebenen Spannung kenn
zu einer Minderung der ZuverlHssigkeit filhren.

Betriebsbedingungen und statische Kennwerte

S

Kennwert . Kurzzeichen | K 565 RU 5B K 565 RU 5W K 565 RU 5G K 565 RU 5D Bink.
mine mex. | mine max. | mine. max. |min. max,

Betriebsspannung Usg .| %5 5,5 445 5¢5 4,751 5,25| 4,75 5025 v
Low-Eingengsspen~  Upp 1) | =10 0,8 =1,0 0,8 =1,0 0,8 | =140 0,6 v
nung ' _ :
High~Eingangs- Urg 2,4 6 2,4 . 6 2,4 - 6 254 6 Ve
gpennung_der. ) .
Signale RAS, WE,
CAS, DI, A 0 oco A T
High-Ausgangs- UDOH 2,4 2.4 2,4 2.4 v
spannung bel
IOH = 2 mA
Low=Ausgengs= UDOL 0,41 0.4 0,4 0,4 v
spennung bel .
Top, = 4 mh
Elng&ngsleckstrom ILI =10 10 =10 10 =10 10 =10 10 /uA
an b % N
DI; .
Ausg&ngaleckstrom Irno =10 10 =10 10 =10 10 =10 10 /uA
Stromaufnsehme Iso 2,3) 4 4 4 4 mA
dynamische Strom=  Iyay 3) 45 35 35 30 mé
aufnahme :
Eingangsk&pazltat (

AO.co A7, D 6 6 6 6 pF
en DO, ChS, RhS, WE 10 10 10 10 pF

1) Im Laufe von 10 ns ist e¢ine negative Spennung bis 2V zuléssig.

2) VUpus = Ypasut Yeas = Yousm

3} Der Strowwert wird von der Aiusgangslast bestimmt. Die engegebenen Werte werden ohue Last

gewdhrielstet.
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| Kennwert Kurzzeichen | K 565 RU 5B K 565 RU 5W K 565 RU 5@G ' K 565 RU 5D Einh.
Bine MEX e min. B&X . min. mEX . wmin. maxs
RES-Zugriffezeit  tpuq 4)5 120 |50 | | 200 250 ns
CES-zvgriffszeit  $uyq 5) 70 , 90 120 150 | ns
‘gg?%a%géggzjs;}égltms topp ©) 0 35 0 40 0 60 0 90 ns
Leﬁngchygib~ toy 9). | 230 280 360 460 ns
zykluszel R :
geize;nfﬁndegn;l oy 9) | 290 360 460 600 ns
chreiben=Zyklug=

| zeit ) )

geiﬁsmygigar tpe 9) | 160 180 250 - 320 © ns
zykluszéei : : , -
page mode - o .
RAS=Impulsbreite tR.AS 120 104 1150 104 200 104 250 w104 ns
RAS=Vorladezeit tap 100 1 120 150 - 200 ns
ThES-Vorladezelt topy 35 40 60 90 . us
GES-Impulsbreite  bg,g 70 | 1% | 90 | 10* | 120 | 10* | 150 | 10* | ns
RAS-TES: Sngzz‘dm trep 7) 30 | 50 35 60 55 80 75 100 ns
gerungszelt ; -
RAS=Haltezelt ' tRSH 70 g0 120 150 ns
B’K’$”;§’.E§-Vorladem tomp =20 =20 _ =20 =20 ns
zei
CAS=Haltezeit tCSH. 120 150 200 - 250 ) ns
Zeilen-Adressen-  t,qp 12) 0 0 ) 0 o ns
Vorheltezelit : ’ . -
éeﬁi%eﬁufigres sen~  tp,m 15 20. 40 60 ' ns
slteze
Spalten-Adressen= t,qq 12) o] 0 ] o] o] ns
Vorheltezelt v ;
ST T N N N B S
é%lﬁniﬁdr:ggen- o bR T5 1 95 125 160 ) ns
-Haltez .
Lesekommando= tres 0 . c 0 0 ' ns
Vorhaltezeit :
Legsﬁgﬁﬁggg tRCH ‘ 15 20 30 30 ns
Lesekommando- ’GRRH 30 40 60 30 ns
RAS-Haltezeit ' ‘
%i%rii bl_c%mmamio« Byp 35 45 80 120 ns
sbreite o
Szksxigiggzﬁizdcw bwon 45 55 o 80 120 ne
%g_%zﬁigtkom?%dou » r— ‘95 115 160 220 ns
elteze
Sehi'%gﬁ:???;gg: SrwL 55 ’ 70 |1 95 , 1 39 ne
Schreibkommando=  togy 55 70 S5 130 ns
CAS=Vorheltezelit
Dateneingangs- thg 12) 0 0 0 0 ns
S-Vgrhaltezeit

Deteneingangs= + 0 : o 0 : 0 ns
VE-Vorhaltezeit WS ' _ :
Digegzjizégzgggm thor 45 55 80 120 ns
g%z ggiigiﬁs- towr 45 55 - 80 120 ng
FE-Kommando=- Syog 8) 0 o i _ 0 0 ns

) Vorhaltezeit -




Kennwert Rurzzeichen K 565 RU 58 | K 565 RY 5W K 565 RU 56 R 565 RU 5D Einh.
mine MEX, min. BaX. min. max, © il BB,

TS - - ,

Verz8gerungszeit 8y | 70 95 i20 155 ns

RAS-FE- togp 8) |120 155 200 255 nE

Verzbgerungszelt

Dateneingengs- % . 95 115 160 220 ns

RAS-Baltezeit DRE , )

CAS-Vorladezeit tep 70 80 120 160 ny

{pege mode)

Refresh=Periode TrEp 2 2 2 1 ms

instiegs~ und fygs 9 3 35 3 35- 3 35 3 35 ‘ns

Abfellzeiten der % :

Fingengssignale HL

4) Es wird vorsusgesetzt, daB tchs' tpepmax :i.s.'c0 Wenn tRG})z‘tRCI)max? wird tR.AG wm den Wer‘t
wachgen.
50 pF und IOH = 2 mh bei einer last genif folgender SshaLeang (3. ?kte
400 wV¥ bel Last gem#S Scheltunge

trep-~ *ReDmex
5) Gemessen bei CL

6) topp gemesgen bei UOL

+5V ¢

;C,

L
B 1

R 2

50 pF (einschliefl. WeBeimrichtung)

960 Chm
510 Ohm -

7} VWenn tRCD gréfer alg tRCDmax ist. so ist die Zugriffszeit pur durch den Kemnwert tcgc

testimmt.

8} tyass topp wmd tpen

der Speicher im Nodus Yegrly writing®.

Bel Sayp < ¥ oypmg

gind keine begrenzenden Kenmwerte. Bel tWGSZitWGSm;n befindet sich

n uné t

Rup =¥

RWBmin

Dabei ist dex Ausgang DG hochohmige.
18uft der Zyklus als Schreib-Lese= oder Jsgemﬁaﬁlm

fiketions=-Schreibzyklus. Am Ausgang BO llegen die aus einer vergegeben%n Sﬁe*cherzelle

ausgelesenen Dat
Wenn keine der o
 stimmi.

en ver.

Colie Bedingungen erfillt wird, so ist der Zustand des Ausganges DO unbe»

9) Die Kennwerte werden gewahrieistet bei 3£%,,<5 us; 35%

~10)

Upase’ Yoasnd VYwené Yam’ Ypiomin® YIimes

. =5 n8.

sind Spannungspegel, bezliglich welcher die

Messung der dynaemischen Kemunwerte erfolgt. Die Hessung der Anstlegs— und Abfallzeiten

erfelgt asuch bezliglich der Pegel RASH§ GCASH; UEEH5

UAH§ u

DIE wnd U

IL°

11} Die sngegebene Zykluszeit gewdhrleistet den normslen Betrieb im Gesamtbereich

-10% <7< 70

%,

12} Unter Beriickesichitigung von Jt8rungen der BEingangs-I~Pegel bis -2 V muf die Bereitstelim
zeit >10 ns gewHhlt werden.

6@)



1/86 7 " K 565 RU 5
= fey -
b TRAS N
. ASH—re taR . =
s \ 7
UrASL - tep
tesh o & B
fRCD._ 4 fRSH _ ftrp
UCASH %tAS |
s * \ W/ /| tepny j\
JeasL AR N
SR L RAH. . e dASC [
. UAH \ N\ 7 777 -
/// -"/:‘/ / f / / ’// / {/l
! UaL A><ZZAAK W / /éi/ ///4//
o 77
WE / /
UweL feac
tRAC *
UpoH
Dour
UpoL
Bi14 4: Paktdiegremm K 565 RU 5 Lesezyklus
< "RMW -
U RAS
RAS : \W AR . | \
URasL R _ / oo
*CSH
tRSH < TCRP |
teas oL/
W \
tcaH
X00000K
U
& . tRwD o foul
o U3 fown | [ IRwL
__Ywen -
WE . \
UL T —
CAC ] o
sl olOFF
UpoH ¥
DOU&’ ,\\ :
boL fRAC {0WH

Ugu_ 4>j;2<2;;/41/j//

//%

Biléd 6&:

Tektdiagramm X 565 RU 5

Lese-lodifikations-Sehreib-Zyklus



: fey
) RAS
UpasH——— tar
RAS fRWL
UrASL
fes | o
: RCD tpoH ttrp.
UcASH +
SCASH- cas . n
U ORS \\ | / / CPN \m
CASL ‘
S TASR fCAH ?CWL
tRAHI
UAH N\ e \
OO X X
Ual = : N/ N y
hes | lwCHi .
" N B,
UngeL : - :
, W .
DCH )
UpH = N T : 7 =
ow///)/, X
Upic ' 4
DouT hochohmig
Bild 5: Tektdiegramm K 565 RU 5 Schreibzyklus :
__UcasH 7
CAS /
Veast fCRP oy
fRAS o
UraSH \ N
s \ .
URasL , frp
‘ TASR RaH :
UaH Ir — 5
N W
DGUT hOChOhm_igﬁ

Bild 7: Tektdiagramm K 565 RU 5 Refresh-Zyklus
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K 565 RU 5

fRAS
n___URASH“ﬂ _ TaR
RAS o TCSH / \
st o S I R
i fec | Ifcas L tep | fea fcas fcRp
CASH === ~
o5 Y
O%’\RAH o CAH TCAH TCAH
tp A B TAdC - /el
i AT 777 7 { //// 7 7
* o XUOULKZZA DY L /////////
tcac teac
iRaC lol 1 thEE JREP forr
qQUTUDOL \&, 4\ \
orgBCS  tRCH fRCS TRCH
UeH- : 7

—

Sehreibzyklus im page mode

“Bild 8: Impulsdisgramm K 565 RU 5§ Lesezyklus im page mode
U TRAS
__-RASH— | TR
RAS TCSH X y \
teeDl . MCAS o (LR o tCAS BRIV fCRP
Ucast |
S \
J
%)CASL TRas fead |
SRl ThSC L .
XN LI
L T
Ual - g / /9 i /
i
et e, T //// /
UL e
- 1D 5 &
Ui - ' /7777777 ;//g 777777
DN ;X %i :>< ,6' ><;/’// ! f/p///” /"//’f/
UpiL — T :
Bild 9: Impuledisgremm K 565 RU 5



10

1CO‘!;EDAE! | ?CAC (U ‘C)
fcacWUcc=5VI

0 ¢ T=25°C
T =25% Y e
Uc =55V '
o /| B
‘ - : : A=
ot %f[MH;J ok - 45}5‘ »Ugc ]
5i1d 10:  Abhéngigkeit des dynamischen < Bild 11: g4 = £ (Ugg)
Strombedarfs Iy von.der Zu= GAC ce
griffsfrequenz '
Upon;
teac (T) UDQ&. { ]
TCAC T=25°C o . 30
3 | U85V
12 : - 28t
11 -
10 :
09 ' 04t
7 3 UpoL
018' ! 1 0,2"
i : | & T° : < 4 g v ; ; ; : - T{°
0" T[] 50 20 B G0 50 60 10 T
Bild 12: tguo = f (1) . Bild 13t Upgri Upoy = ¢ (1)
iegr A
30 _
Ucc =55V
il - fy = 30005
TCYSQOUOS
0 ,
<0 W 20 30 L0 50 60 10 ~>T[°(]

Bild 14: Iggy = £ (T)
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128x Iy

B | | —

[:j’ | o */TreF=05ms |
" /
12—

10— .
8/

= 1,0ms

4 115ms
' 6-—./ |
/ 2:0ms
2 ﬁwffﬂﬁﬂ”w¢ﬁﬂ,ﬂmﬁmﬁwﬁ
0w 700 S—vtey b

Biid 15¢ AbhE8ngigkelt des Gesehwindigkeitsverlustes bei verschiedenen Werten von TREF

Tref [

s
&«

1

co

-0 0 2 40 60

Bild 16: T = £ (T)

REF

Litergtux

(1) Uslovije postovki integrelmych schem tipe K 565 RU 'S B, W, G. D
S8ifr = UPK1565 RU § = 01/85 (Ideferbedingungen des Schaltkrelses K 565 RU 5 B, W, ¢, D)
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Herstellerland: UdSSI

i@b@rsetzmg, bearb.

Der integrierte Schaltkreis K 565 RU 6 ist ein dynamisches RAM mii wa.hifreiem Zugriff mit
einer Kapazitét von 16384 bit in einer Organisation von 16 K x 1, Die verwendete dynamische
1Transistorzelle in n-Kenal-Technologie ermdglicht eine hohe Packungsdichte und groBe
. Schmnelligkeit. Durch das Multiplexen der AdreBsignele ist der Einsatz des platzsparenden

’ 16p91igen Dual~-in=line=-Plastgehfuses mdglich. Gegeniiber dem K 565’RU\3 ist nur noch eine
Betriebsspannung (+ 5 V) nitig. Der Schaltkreis ist flir den Aufbau von RAM-Bliocken vere-
schiédener EDVA-Systeme, Mikrorechner und Automatisierungseinrichtungen bestimmt.

So—1AD
6] Uss 7 o—1A 1|
ol 2] 5] TAS qgw——ﬁg
—_— Ot
vE [3] 15 00 1 o—IA &
mE o B R
O]
A0 3] 2] A3 | 00 10
A 2 [6] 1) AL L o—RAS -
’”% ":EJ‘AE 15 cas |
‘ 3] NC [—-—
Vee 3 o WE
2 o—— DI

Bild 1: Anschluﬁbéiegung und Scheltungskurzzeichen



Bezelchnung der Anschlﬁsse.

o~ O S W N

'ﬁc 3 nlcht angeschlcssen

DI - Dateneingang
WE Schreibsignal
RES  ZeilenadreBsteuvereingeng
A Q Adrefleingang
A2 AdreBeingang
A1 Adreleingang
‘ Uso Betriebsspannung + 5 V
Kurzbeschreibung

dyﬂaﬁisches RAM in der Organisatioﬁ 16384 x 1 bit

getrennter Detenein~ und -ausgang
slle Fin- und Ausginge TTL-kompatibel.

10
11
12
13
14
15
16

Zwischenspeicherung der Adressen und Eingangsdaten

Lese~ oder Schreibzykluszeit: tGY
Soy
toy

Zugriffszeit bezogen auf CAS: tCAC&

’ Yoac
toac

‘nur eine Versorgungsspennung (+ 5 V)

zerstorungsfreies Lesen

il

[}

230
280
360
T0
30
120

ns
ns
ns
ns
ns
ns

(K
(X
(K
(X
(X
(K

565

565

565

565
565
565

nicht éﬂgeschlossen
T AdreBeingang

AdreBeingeng
AdreBeingeng
AdreReingeng
Detenausgang
Spaltenadrelsteuereingang
Bezugspotential

RU 6B)
RU 6%)
RU 6Q)
RU 6R)
RU &W)
RU 6G)

128 Refreshzyklen alle 2 ms zum DatenerhaWt erforderlich, Refreshsteuerung durch

RAS-Signal allein mbglich

Ausgeng ungelatcht und durch CAS gesteuert
16poliges Standard-Dusl=-in-line-Gehéuse (Plast)

éé"’ﬁ
[S A :
= | |
R ' !
v 11 .
\-;;A RE N
B | | U
15 0,59
» 17.5 .
=l
16 9
e N e N s O v U s SO T O B
$SchlL‘xsset
%J O P R NS R S g N | %$
20 mox. >
' Bild 2: Gehdusesbmessungen des GehBuses 238.16=4
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Beschreibung

- Der Schaltkreis K 565 RU 6 igt in Form von zwel Blicken zu je 8 kbit orgamisiert, welche

zugemmen eime Matrix vom 128 = 128 bit bilden. Zur Auswahl einer der 16384 Speicherzellen
wird in-das siebenstellige Adressenregister der vierzehngfellige Adressenkode im Multi-

plexbetrieb (AdreB-Multiplexing) eingespeichert. Zuerst werdem die 7 Zeilenadressen (im
Impulsdiegremm A O ..o & 6) mit dem ersten Synchromisatioﬁésignél FES (5ignel der Zeilen=.
auswahl) Ubernommen wnd zwischengespeichert. AngchlieBend werden mit dem zwelten Synchro-
nisetionssignel CAS (Signel der Spaltensuswshl) dle 7 Spaiten&dressen (im Impulséiagramm
AT ees A 13) libernommen und zwischengespeichert. Hierbeli muB beachiet werden, daBl die
hdreBsignale. zum Zeitpunkt der negativen Flanke von RAS bzw. CGAS im eingeschwungemen Zu~
stend enliegen miissen (sh. Impulsdiegremm). RES und CAS bestimmen den Startzeitpunkt fir
die interne Tektsteuerung.RAS bewirkt die Zeilenkodierung uvnd aktiviert die Leseverstér-
ker. GALS steuert die Spaltenkodlerung gsowie die- Datenemng&ngsregister und Ausgangsvere
stérker.

Schreibe bzw, Lesezyklus werden ausgefﬁhrt, wenn das Schreibfreigabesignal WE auf g baw.
¥H" igt, Den frilhen Schreibzyklus erh#lt men, Wenn WE vor oder gleich mit CAS guf HL® geht.
-Mit GAS werden denn die Schreibdaten in das Dateneihgangsregis%er Ubernommen. Der Ausgeng
bleibt hochohmig. ) .

e o o o £ B i s e 25 6 o £ B S 0 € £ mmmmumuammmmmmmmmmm@mmmwmmm

Beim verzbgerten Schreiben bazw. Lesen - Andern - Schreiben ist CAS vor WE auf "L¥, so daB
die Schreibdaten mit dem nachfolgenden Wh-Signal in dss Dmteneingengsregister geschrieben
werden.

Deteneingang DI

Daten kinnen wihrend eimes Schreib- oder Lése - Andern Q\Schreibzyklus eingegeben werden.
Der Zustend des Deteneingsngsregisters wird durch die Verkniipfung der Signale RAS, CAS und
WE zum Zeitpunkt des Eintreffens des zeitlich letzten Signals festgelegt. Zeitbestimmend
fiir die Dateniibernahme ist die negatlve Planke won GAS oder WE, je nachdem, welche Flanke
spéter kommt. -

Der Destensusgeng kenn drei Zusténde einnehmen. Die suszulesende Ausgangsinformation an DO
hat dieselbe Polaritét wie dle eingespeicherte Eingangsinformeticn. In einem Lesezyklus
ging die Lesedaten nach der auf CLS bezogenden Zugriffszelt ¥, q verfiigbar. Am Ende des
Lesezyklus gebht der Datenausgeng mit GAS = "HY wieder in den hochohmigen Zugtand. Dabedi
spielt es keine Rolle, ob des Signal RAS noch "L" oder "H" ist.

Beim ®friihen Schreiben" (WE geht vor oder gleich mit CAS auf "L") ist der Datenausgang DO
wihrend des gesamben Zyklus hochohmige.

Beim "lLesen - Andern - Schreiben' stehen die Daten wie beim Lesezyklus am Ausgeng an. Das
Legsen der Information erfolgt ohne lhre Zerstbrung. Das angegebene Scheme der Informations-
ausgebe ermbglicht die Steuerung deq Zustendes des Informetionseusganges DO durch des Sig-
nal WE beim Schreiben (indem den Zeif@unkt des Anlegens des Signels bezogen auf 5K§Avariiert
wird). Wihrend des Lesezyklus muB des Signal W& vom Zeitpunkt des Anlegens des Signels GAS
bis zum Ausschalten suf "H" gehelten werden, Bei Anlegen des Signals CAS nach der Zelt
RCDmln (tRCD) tRCDMIn) vergroBert sich die Zugriffszeit bezogen auf das Signal §K§ ‘um die
uroﬁe, um welche die Zelt tRbD die Zeit tRCDmim liberschreitet.



Auffrischzyklus

Fir den Dafénerhalt in den dynemischen Speicherzellen muB jede der 128 Zeilenadressen
mindestens alle 2 ms ausgelesen werden. Beim Lesen bzw. Schreiben werden die Daten der
128 Speicherzellen einer aufgerufenen Wortleitung automatisch aufgefrischt. Am giinstig-
sten ist die Ausfilhrung der Regeneration in einen épeziellen Steuerbetrieb ("RAS-ONLY-
REFRESH"-Zyklus) mittels des Signals FAS zu Ger Zeit, bBei welcher das Signal CAS den
nichtektiven logischen "H"-Pegel hat. Die Ausfﬂhrung des Refreshzyklus erfolgt bei mini-
maler Leistungsaufnehme,

Einschel tzyklus
Hach dem Anlegen der Betriebsspénnﬁng an den Schéltkreis K 565 RU 6 beginnt der normale

Funktionsbetrieb des Schaltkreises erst nach dem Ablauf von einigen Arbeitszyklen (8 bls
10 Zyklen)o Zu diesem Zweck ktnnen z. B. 8 Auffrischzyklen &usgefﬁhrt werden,

Betriebsartentebelle des K 565 RU 6

Eingénge Ausgang
RES | CAI§ | W8 DI DO
1 1 beliebig beliebig B hochohmig  Zustand bleibt erhalten .
1. 0 beliebig 1 beliebig - hochohmig Zustand bleibt erhalten
[¢] 1 beliebig beliebig hochohmig Auffrischen
0 0 0 0 oder 1 hochohmig Schreiben
0 (¢} 1 beliebig . 0 oder 1 . Lesen

Nech dem Loten miissen die Schaltkreise und die Leiterplette von einer mindestéﬁs drei=
fachen Schutzschicht des Lackes UR=231 beschichtet werden. Die Methode des Lackeuftragens
muf daes Vorhandenseln des lackiberzugs auf der Oberfléche der Scheltkreise gewdhrileisten.
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3 o

— Schreibsignal -
, oRAS

generator

© TAS Ta-k‘rgénera‘i‘or
o=

_ ein-und ~ausgabe

Informations -

8]
00

14

A5/

p~3
o
Multiplexadressencegister

Speichermatrix
6b x 128-

i 128
,

128 Leseverstdrker
und Spalten-
auswohlschalter

A

—

128

Zeilendekoder

6L

v

.

Speichermatrix

64 x128

—

£

128

Spaltendekoder

AL

—

Bild 3¢ Blockschaltbild des K 565 RU 6 nach Angeben des Herstellers

Grenzwerte
Spannungen bezogen auf USS = 0V

K 565 RU 6

Kennwert Kurzzeichen X 565 RU 6B K 565 RU 6W X 565 RU 6G Binh,
mine meX. [ mine. max. min. max.
Bétriebsspénnung Use 0 6 o 6 0 6 v
Eingengsspann an DI Uy 1) «1,0 6,5/ =1,0 6,5 =1,0 6,5 v
b0 ..o A G, RAS,CES,'Ww T ’ ’ ’ ’ ’ ’
Lagtkapazitét CIJ 100 100 100 pF
Betriebstemperaturbereich f, =10 70 | =10 70 -10 70 °¢

1) Ammerkung: Im Laufe von 10 ms ist eine Uberschreitung der Betriebsspannung UCC bis + 7V,
der Bingangsspennung Uran den Pins des Schaltkreiges von =2 ... +7 V zuléssig.
Ein langfristiges Verweilen der Sehaltkrelise bei der angegebenen Spannung

kahn zu einer Minderung der Zuverliseigkeit fihreh.



Spa.nnungen bezogen e.uf Ugg = oV

_ Kennwert Kurzzeichen K 565 RU 6B K 565 RU 6W K565 RU 6G | Binh.
mine {yp. imax. min. fyp. {mex. min. {yp. jmex.
Betriebsspannung Us 4,5 15,01 5,5 4,5 v5,01 5,5 4,751 5,01 5,251 V
|L-Eingengsspennung Uy -1,01) 0,8 -1,0") 0,8 -1,01) 0,8 v
H-Eingengsspennung  Upy 2&7 6,0 2,4 6,0 2,4 6,01 V
Stromaufnahme ICC 2) 4,0 4.0 4,01 mA
dynemische Strom= ooy 3) 27 25 23 mA
laufnshme )
H=Ausgangsspannung Upor 2,4 2;4 2,4 v
bei IOH = =2,0 mA '
L-Auggangsspannung. UDOL., 0,4 0,4 0,4 v
bel IOL = 4 mA )
Einia.ngsleckstrom ILI =10 . 10 =10 jO =10 10 /u.A ,
pI, WE, °ﬁ‘“, 6”‘“§
Ausgangsleckstrom Iy, o =10 10 -10 10 =10 10| A
Eingangskapazitét C, 4) 6 6 6 pF
en A O cc. A6
Bingangskapazitit Cr 4) 6 6 6 pF
an DI ) .
g;ln%%%gsgapamta‘c Copg 4) 10 10 10 pF
S}lné%sggskapazitét Crag 4) 10 10 10 pF
n%ﬁngskapaz:.tat C‘J’iﬁ 4) 10 . 10 10 pF
Ausgangskapazitidt Cpo 4) 10 10 10 pF
, 1), Pir mex. 10 ns ist eine negative Spannung bis -~ 2 V zuldssig.
2) Upag = Upyent VYoas = Voasn
3) tgy Z 230 ns fir die Gruppe B
Soy Z 280 ns filr die Gruppe W
Soy 2 360 ns filir die Gruppe G
4) {Ta = 25 %509
Dynamische Kenmnwerte
Kennwert Kurzzeichen X 565 RU 6B K 565 RU 6W K 565 RU.6G |[Einh.
min.| typ.|max. min.| typ. max. min.} typ. | mex.
Lese-, Schreibzyklus- tq,>'% | 230 280 360 ns
zelt . :
RES-Zugriffozeit LY 120 150 200 | ns
CES-Zugriffszeit toac fa) 4 70 | 90 120 | ns
;RiinImpulsbreite ) tRAS 0,12 , 10 0,15 10 0.2 10 /us
RAS-Vorladeszeit tpp 100 120 150 | ns
OAS-Impulsbreite toug 0,07 10 0,09 10 0,12 10 | us
CES-Vorladezeit T apy 35 40 60 ns
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Kennwert Kurzzeichen K 565 RU 6B K 565 RU 6W K 565 RU 6G BEinh.
mine | typ. max. | min.|typ.|mex. | min.|typ.|mex.
RES-CLS-Verzoge= trap 30 50 | 35 60 55 80 ns
rungszeit . )
RAS-Haltezeit  trew 70 90 120 | =ns
CAS-RAS-Vorladezeit tCRP 5) =20 m203 E =20 U ns
Zeilen-Adressen— tysm o] 0 0 1 ns
Vorhaltezelt 1. -
Zeilen-Adressen~ Span 15 20 | 40 " ns
Haltezeit v : ) Fooe . s
Spalten=Adressen- t 0 0 ' 0 ns
VYorhaltezeit ASC : . 3
Spalten—Adresser- Yo 25 ' 35 | ' a5 1 ' ns
Haltezeit ) ’ ‘ ) V
Lesekommando- tRCS Q ¢ -0 ns
Vorheltezeit - ; S
Lesekommendo~ -~ fpe . | 15 20 30 , ns
Haltezeld , )
| Schreibkommando=- yp . 35 45 ' ' 80 ns
Impulsbreite , ) )
Schreibkommendo- Tyen 45 ' 55 | 80 ns
Haltezeit . : i
Schreibkommendo=RASs tRWL 55 ) : - 70 1 - g5 ns
Vorhaltezeit . : | ‘
| Schreibkommendo-CAS= S o, 55 70 95 ns
Vorhaltezelt
Datenausgangs~Cho~ fpg -0 0 o ne
Vorhaltezeit ' ' X
Dateneingangs=CAs = tDCH- 45 55 80 ns
Haltezelit
WE-Kommando- twes 0 0 0 ns
Vorhaltezeit .
CAS-TE-Verzbgerungs - towp 70° 95 120 ns
Zeit _ C ] . k : _
Auffrischperiode ‘tREF 2 2 2 ms
| Anstiegs- und Abfall- tyr; by 3.0 35 - 3 35 3 35 ns
zeiten der Flanken B .

1)
2).
3)

4)

5)
6)

7)

Wenn tRCD 2 tRCDmax’ wird tRAC,um den Wert tRCD - tRCDmaX wachsen.
Last: CL = 100 p¥

Die Zeitintervalle und die Steverimpuls(signel)flanken sind bezogen auf U
Upg = 2,4 Vo : :

1, = 0:8 V3

Die Parémeter werden garantiert bei: 3 ns & tLH £ 5 ns
) 3 ns by © Sns
Der Parameter tCRP wird vom Hersteller nichlt gemessen.

Bei tyog # tyogpip Pefindet sich der Speicher im Modus "early writing". Dabei ist der
Auvsgeng DO hochohmig.

" Wenn tCWD & tCWDmin’ denn liegen am Ausgeng DO die Daten des vorangegangenen Schreib-

zyklus en,. R
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vorldufige technische Daten

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung,bearb.

Der Scheltkreis K 573 RF 1 ist ein 8 X sta_'tischerg elektrisch progrgmmierbarer, UV-lSschbarer
FPestwertspeicher (EPROM) in n<Kenel-Silicon-Gate-Technologie. Der Schalikreis befindet sich

in einem 24poligen Keramikgeh#use mit UV-Gurchléssigem Fenster.

L/g:c:c:;\\c:)»\:>:>3>:r>:z>1>]>
DW= @ = W U O g
[

BB Bl e O e E G N

EPROM]

OOO0OoOOOCO
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—013
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Bild 1: AnschluBbelegung
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und Scheltungskurzzeichen
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Bezeichnung der Anschlilsse:

Adresseneingeng o ':,13,;'v0 4 Datenausgang

1 AT

2 46 Adresseneingang ’ 14 05 Datenausgang

3 A5 Adresgeneingang 15 06 Detenausgeng

4 A4 Adresseneingang 16 o7 Datengusgang

5 A3 Adresseneingang 17 08 Datenausgang

6 A2 Adresseneingang - 18 PR Programmiereingang

7 A1 Adresseneingang 19 UDD 7 Betriebsspannung + 12 V
& 40 Adresseneingang .20 C3/WE Chipektivierung/Schreibsignal
9 01 Detensusgang 21 Upg ©  'Betriebsspennung - 5 V
10 0 2 ~ Dastenzusgeng 22 49 Adresseneingsng
11 0.3 Datenausgang ‘ 23 A 8 . Adresseneingang
i2 'USS Bezugspotential 24v 'Ucc P Betriebaspennung + 5 V

Kurgbeschreibung

- 8 K elektrisch programmierbarer und durch UV-Licht l8schbsrer Festwerispeicher (EPRCM}Y
- voll statischer Betrieb '

-~ Opgenisetion: 1024 x 8 bit

- 3 Betriebgspannungens UDD = 12 Vi UCC = 5 V3 UBE = = 5 V

- Chipaktivierung iber US/WE-Signal

- Tristate-Ausglnge, bidirektionale Datenpins

- 24poliges Keramikgehtuse mit fir UV-Strahlung durchléssigen Deckel

29,5max.

150

Bild 2: Geh#useabmessungen

Beschreibung

Der K 573 RF 1 ist ein statischer, elekirisch progrgmmierbarerg UV=18schbarer Festwertspeicher
(EPROM) in der Orgenisation 1024 x 8 bite ;

fiher die Adresseneinginge A O cocc 4 9 wird iber Spéltenwvund Zeilendekoder die Adresse auf der
Speichermatrix (64 Zeilen x 128 Spelten) ausgewfhlt. Dabei dienen die Adresseneinginge

L O .o. A 3 zur Spaltenauswahl und die Adresseneinginge A 4 c.. A 9 zur Zeilensuswahl. Uber
CS/WE wird der Schaeltkrels in_Verbindung mit der Programmierspannung UPR in die verschiedenen
Betriebsarten gegch&ltete it CS/WE = Urg, wird der Scheltkreis ektiv, wihrend fiir T5/we ='UIH
die Ausginge hochohmig sind (tri-state).

Das Progremmieren des Schaltkreises erfolgt dadurch, daB der H-Pegel am CS/WE-Eingeng Uber die
engegebenen Grenzen hineus erhdht wird. Durch Anlegen eines Programmierimpulses &n den PR-Ein-
geng wirken die Anschlisse 01 oo O 8 in diesem Fell als Deteneinginge. Filr TS = UIL gind

im Lesebejrieb die Anschlisse 0 1 ... O 8 die Detenausglinge.
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Die L8schung des Spelchers geachleht durch intensive UV-Bestrahlung. Im gelfschten Zustand
haben beil beliebiger Adressenbel@gung die Ausghnge 0 1 ... 0 8 PoPegel. GelBgcht wird bei
einer Streblungsdosis vom 16 %’sfc:m und einer Wellenlénge von A = 254 nm. Dabei sind folgen»
de Bedingungen zu beachten:
= Der Abstand zwischen Geh#useoberkente und L&Sschlampe ist kleiner 3 .ome
= Die Deuer der LEschumng sellte 17 oo. 30 min betragen, bei einer Ldschleisiung von
8,5 ... 15 Ws/cm?.
= Die Wiederholung der ILischung sollte frilhestens nachk 10 min erfolgen. Debei sollte die
Loschzelit auf das 3feche der vorhergehenden Loschzeit gesteigert werden.

Grenzwerte

Kennwert B Rurzzeichen min, mex, - Einhelt
Betriebsspannung ; UDD =0,5 ‘ 20 v
Betriebsspaunnung UGC =0,5 15 v
Betriebsspannung Ugg 0,5 o C 15 v
Programmierspannung bei Upg =0,5 32 ¥
Progrgmmierbetrieb . i

Elngangsspannungen an UI'E =05 15 ¥
L0 ... A9, 01 ... 08 . ) :

Eingengsspennung an U., =0, 5 ‘ 20 v
TS/WE » 2 ’ ,

Betriebstemperaturbereich ’(9;’ 0 70 ] ¢
Lagerungstemperaturbereich '*3’8 =55 125 0(57
max. Verlustleistung Py ) 1,5 W
Statische Kennwerte

(USS =0 V)

Kennwert Kurzzeichen mine ’ type . RaXe Einheit
Betriebsspannung . Ugg ’l) =5,25 =5 =475 v
Betriebsspannung UGC 1) 4,75 5 - 5,25 v
Retriebsspannung U ) 11,4 i2 12,6 v
Eingangssp&n;zy_ag H an UIB ‘3,6 Uopt0s5 V-
A0 .00 A 9,08

Eingangsspannupg bei u : 11,4 ‘ 12,6 v
Schreiben an TS/WE 2 |

Eingengsspennung L © U, =05 - 0,8 v
Eingengsstrom . H .IOH =1,0 . mh. -
Eingengsrestetrom Iy 1 10 o JUA
husgengsreststrom I, =10 10 B " oA
Ausgangsspenaung L ' Upz ' 0,4 v
bei IOL = 1,6 mb o .

Ausgangsepannung H Uomn 2.4 - v
bei ~Iop = 1 mA




Kennwert Kurgzeichen © min. t¥P. Mex. . Einheit
Stromeufpehme an Upy IDD/ 65 mh
Stromeufrahme en Unq ICc 10 mh
Stromeufnshme M-UBB mIBB 45 mh
stetische Stromaufnehme Ipr1 20 mh
bei Pro rimmierung
UPR =2 =1V

statische Stromeuvfnshme I 3 mh

: . PR2

bel Progremmierung

U, =17V

PR
Eingengskepeziltit an ¢ 8 P
A0 oo 4 9, CS/HE i P
Ausgengskapazitél CO 10 pF

1) Die Bereitstellung der Betriebsspennungen hat so zu erfolgen, daB UBB

nicht spéter als

10 ms nsch der UCC/UbD - Anschaltung zugeschaltet und nicht frilher ale 10 ms vor der
UGC/UDD - Abschaltung abgeschaltet wird.

Kennwert Kurzzeichen min. typ- maX. Einheit
Adressenzugriffezeit 400 450 "~ ns
Selektionszeit tCD 120 ng
Deselektiongzelt ton 120 nsg

Die dynamischen Kennwerite wurden beil einer PTL-Last von CL = 100 pF und den Eingangspegeln

0,8 V und 2,8 V hzw, den Ausgengspegeln 0,8 V und 2,4 V gemessen.

Kennwert Kurzzeichen mine t¥p. max; ' Einheit
Betriebsspannung UDD 11,4 12,0 1236 v
Betriebsspaennung Uge 4575 5,0 5:25 Y

| Betriebsspannung Ugp =5523 =5,0 =475 v
Programmierpegel H Uppi 25 26 27 v
Programmierpegel L UPRL 0 . 1 v
Betriebstemperatur @;-_ 15 25 35 °
Programmierimpuls= tPRR 0,5 2,0 /us
enstiegszeit
ﬁigiggﬁziiflmpulSw tPRF_ 0,5 2,0 Zus
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Kennwért Kurzzeichen mine t¥Ppo MaX., Einheit
Programmierzeit N° g 100 s
Adressenbereitstellzeit tAS 10 /us
G5/WE-Bereitstellzelt toss 10 /s
Detenbereitstellzelt tDS 10 /us
Adressenhaltezeit by 1) 1 /us
GS/WE-Heltezeit _ tog 1) 0,5 /o8
Detenbaltezeit tpy 1) 1 /o8
Datenverzigerung mach K3 10 ug
Progremmier=/Lese~ DER /
umscheltung
Progremmierimpulsbreite tp 0,1 1 ms

1) Der Ubergeng des Pegels UIHZ auf den Pegel U 7y, em Eingang CS/WE em Ende des Programmier-
zyklus darf erst denn erfolgen, wenn dle Programmierspannung UPRH sich auf dem Pegel

UPRL befindet.

_PR_Ug Usg Ucc Unp

QOO0 OOOOO
QO ~3OAUITEwro

. j T

I v

| Datenein-/

' (S-Eingong -ausgangs -
CSjwes— , stufen

é : WE-Detektor

!
AD
AT i Spalten- Spalten-
A 2¢ dekoder schalter
A 3¢ Adressen- T
AL b eingtnge ~
ASS
2 ;’ _@ Speicher-
A8 b Zeilen- mairix
A9 1 dekoder 128 Spalten

64 Zeilen

é

e e i e ]

Bild 3: Blockschaltbild
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Bild 5: ;Pregrammierbedingungen
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AnschluBbelegung ﬁnd Scheltungskurzzeichen

Die integrierten Scha;tkre;se K 573 RF 2 und K 573 RF 5 sind Se&tlSChcg elektrisch program-
mierbare und UV-loschbare Festwertspeicher {(EPROM} in einer Organisation von 2048 x 8 bit.

Die Scheltkreise werden in nwKanale111coan&temTechnqlcgle hergestellt und befinden sich ’
im 24poligen DIL-Keramikgebiuse mit fur UVaStréhlung durchléssigem Deckel,

200——0E

A0 Jerrom

A2 ‘

A3

AL 00 0.9
A S 01 —o 10
A6 02— 1
AT 03 b—o 13
A8 064 j—o 1l
A 9 05 —o 15
A 10 06 —o16
: 07 b—o17
Upp

CE/




Bezeichnung der Anschllisse: . v _
Adresseneingangf5 e 13 0 3' Datenausgeng

1 &7
2 A6 Adresseneingang = ‘ 14 04 Datenausgang
3 L5 Adresseneingeng % 05 Detenausgeng
4 A4 Adresseneingang 16 06 Detenausgeng
5 A3 Adresseneingang 17 07 - Datensausgang
6 42 Adresaeneingang 18 CE/PGH Chipektivierungseingeng
7 A1 Adresseneingang 19 A 0 Adresseneingang
8 AQ Adresseneingeng ' 20 TB Eingang'zur Freigabe der Ausginge
g 00 Datensusgang 21 UPP Betriebsspannung UPP (Progremmiereingang)
i0 01 Datenausgang 22 A9 Adresseneingang
1t .02 Datensusgeng - 23 A 8 hdresseneingeng
12 . GND Bezugspotential 24 Usa Betriebsspannung
Kurzbeschreib

= elektrisch programmierbarer, UV-lBschbarer Festwertspeicher mit einer Organisation von
2048 x 8 bit

= Zugriffszeit im Lesezyklus: tACG 450 ns

- Betriebsspannung im Lesezyklus: Ugeg =5V 2 t5%

-~ 24pcliges KeramikgehBuse des Typs 210B.24-5 mit fir UV-Strahlung durchléssigem Deckel

- Anzehl.der kontekisicheren Steckungen: 60

- Reduzierung der Stromeufnshme im Stendby-Modus auf ce. 25 %

- alle Ein- und Ausglnge sind TTI-kompatibel

= t ri =-state-Ausglnge, bidirektionale Datenpins

« gzum Programmieren werden 50 ms - Impulse mit TTI-Pegel verwendet

= byteweises Progremmieren lst miglich »

= Programmieren ist direkt auf der Leiterplatte mbglich

320 max.
215 o

Bild 23 GCehBusesbmessungen des K 573 RP 2, K 573 RF §
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Begchreibung B

Die Schaltkreise X 5731RF 2und K 573 RP 5 gind elektrisch progremmierbare, UV-ldschbére Pestwerte
gpeicher (EPROM) mit einer Speicherxkepezitit von 16384 bit in der Orgenisation 2 K x & bit.

Der innere Aufbeu Ges Scheltkreises ist aus dem Blockscheltbild (Bild 3) ersichtlich. Die Ein-
stellung der verschiedenen Betriebssrten erfolgt Uber den CE-Eingang, den OE-Bingeng und die
Power-down-Programmierlogik. Die Auswehl der Adresse erfolgt ilber 11 Adresseneinginge, die iber
Speltendekoder und Spalteneuswahlschelter (A O ... A 3) und Zeilendekoder (4 4 ..o A 10) den
susgewiEhlten Spelcherplatz 1in der 128 x 128 orgenisierten Spelchermatrly enwihlen. Uber die
Dateneingangsstufen bzw. die Datenausgengssiulfen erfolgt die Eiu~ bzw. Ausgabe der Deteninforma-
tion &1 0 0 coe O 7, ]

In folgenden Betriebgarten kenn der Schaltkreis betrieben werden:

Lesen E
- {ber den CE-Eingeng (CE = Upy) erfolgt die Aktivierung des Scheltkreises, Uber den OE-Eingeng
(0F = UIL) dis Freigebe der Ausginge. Im nicht eusgewdhlien Zustend ((E = UIH) sind die Daten-
susginge 0 0 <o. 0 7 hochobmige.

Ausginge nicht ausgewghlt
Bei ektiviertem Scheltkreis (CE = ) ktnnen die Ausginge 0 0 .o O 7 iiber den OEmElngang bei
- O = Uyy in den hochohmigen Zustend geschaltet werden. s

Ruhestand (power<down—modé)

In den Ruhestend wird der Schaltkreis Uber den CE-Eingeng (CE = UIH) geschaltet. Debei muB die
Betriebsspannung U?P = 5 V enliegene. Dig_Ausgénge 0°0 ¢co O 7 sind im Ruhezustend hochohmig, un-
abhBngig von der Belegung des Eingengs OE. Die Stromeufnehme sinkt in dleser Betriebsart suf

25 % des Wennwertes eb. -

Progremmieren (Einschreiben der Information)

Bei den unprogremmierten Bsuelementen erscheinen nach Akt*vierung und Auslesen des Spelcherlnhalw
tes H=Pegel an den AusgBngen 0 0 cco 0 7o

Der EPROM wird in die Betriebsart Programmieren durch Anlegen der Programmierspennung

=25 vE9:2 YV  oh pin 21

v 1,5V

PP

‘geschaltet. Zum Programmieren sind bei enliegender Programmierspannung UPP an Pin 21 der Ein-
gang zur Freigabe der Ausginge OF en H zu legen. Bei anliegender Adresse und stabilen Daten werden
mit CE = UIH Impulse von 50 ms Liénge die urspriinglichen H-Pegel der Ausginge entsprechend der an
den Datenleitungen anliegenden Information in den L-Zustand ilibergefilhrt. Debei ist es nicht not-
wendig, in einem Programmierzustend sequentiell alle Spelgherplatze zu programmieren. BEine BEinzel-
~byteprogramm1erung ist mGgliche. :

Bei Anlegen der Betriebsspamnung bszw. Progremmierspennung ist zu beschten, daf die Progremmier—
gpennung gleichzeitig mit oder nach UCC eingeschaltet und gleichzeltig mit oder vor UCG abge=~
scheltet werden muB. Selbstversténdlich ist ein Entnehmen oder Einstecken des Scheltkreises in die
Progremmierfessung bei Anliegen der Progr&mmierépannung nicht zuldssgig.

Das Programmieren des K 573 RF 2 sollte bei einer Temperatur von 25 °C £ 40 K erfolgen.
Programmsperre

Um Adressen und Daten beid anllegender Progremmierspannung und OE = UIH wechseln zu kbnnen, wird
die Chipaktivierung en Pin 18 suf CF = IL gelegt.

Progremmkontrolle
Un unter Programmierspennung den Inhelt des adressierten Speicherwortes an den Detenpins lesen zu
ktnnen, wird bei CE = UIL der Eingeng zur Detenfreigabe OF suf UIL gelegte



Die Progremmierspannung von Upp = 25 v * 0, g y derf nur in den Betriebsarten Progr@,mmierem
rl’rogrammsp&rre und Progremmkontrolle a.nl:i,egen, In allen anderen Betriebsarten muff Pin 21 immer
auf U = 5 V liegen. ; B

Dmsch dle gpezielle CGebHuseauvsfilhrung mit Wmdurchlassigem Quarzgl&sdeckel k&m der Inhalt des
Speichers gelBscht werden.

Debei sind folgende L8schbedigungen einzuhaltens )

Die LEschung erf@lgﬁ mittels UV-Strehlung mit A < 400 nm bel senkrechtem Einfell., Die maxi~
mele L¥schzeit bestimmt sieh sus der Formel . N

107 (sl
Lschleistung [W/n2] .
Der Hersteller givt folgende Empfehlung: Ldschzelt 30 min bei einer héscmn&emsl@&t von

30 . 4C W/za Ist das Bauelement densch noch nicht geldscht, kapn die Lischzelt in Schritten
vonr 15 min bis zur sngegebenen Grenze tEE verléngert werden.

bpp =

Einglnge Gk GE Upp(V) UGC(V) LAusglnge
Betriebsert (18) (20} (21) (24) (9 coo 11, 13 coo 17)
Lesen . ' U, Uy, 5 5 Datenausgebe
ALusgBnge nicht ausgewdihli Uqy, HIH 5 5 hochobmiger Zustand
Rubezustand Upy UIH‘/UIL 5 5 hochohmiger Zustend
| Programmieren ) pulsier, | Upy 25 5 Deteneingebe
SIL nach -
- ) IH ‘
Progremmierkontrolle Uy, Uy 25 5 Detenausgebe
Progremmiersperre Uy, UIE 25 5 hochohmiger Zustend
Grenzwerte .
Spannungen suf UGE@D bezogen
Kennwert Kurzzeichen : mine meXxe Einhdt
Betriebgspannung Uge =0;5 6 v
Prdgrmierspmmg Upp ; =0,5 25,5 v
E;ngangsspamwn U =05 6 v
Lo iti0, o8, or 1 ’
Ausgangsspannung an Ug ; . =0,5 6 ’ ¥
00 vee 07 » N ;
Betriebstemperaturbereich v, =10 : o | ‘%
Legerungstemperatur= Q. _ , ‘o
bereich 8 ~ g 60 125 ‘ ¢
Leistungseufnehme im P . S _ 0,03 : w¥/bit
Betriebszustend Lesen
Leistungseufnehme im FCG ) 0,008 m¥ /oit
Rubezustand _
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Eennwert ) ) 1.Kurzzeicheﬁ 1 min, | t¥Pe . BAX.. Einhelit
Betriebsspannung U 1) : 4,75 ) 5 5,25 _ v
Eingengsspennung H UIE : 2,0 - 6,0 . v
Eingengsspennung L UIL T =0,1 ) 0,8 v
Anzehl der Progremmier— b 100

undé Lﬁschzylglen i : :

Betriebsepannung Uy, im U U, =0,6 U Unn +0,6 v
Nichtprogrammierzuggand P ce ’ ce Y !

1 Fir 4 ms darf eine Uccmai = 6 V snliegen.

Statigche Kemnwerte

Kennwert E Kurzzeichen min. type . . max. Einheit
Eingmgsrest:sfrom . II b . 10 /U.A
Ausgangsrestistron I : . 10 ) /uA
Ausgengsspennung L bei Uor, 0,45 . v
Top = 21 mh ‘ Lo T
Ausgangsspennung H bel UOH1 . ) 2,4 ) : . v
Loy = 04 mh @ , C B . _ : ’
Betriebsstrom im Ruhezustand ICC1 . 10 25 mA
(CE = Upys OF = Upy . ’ :
Betriebsstrom im Zustand . Tace 57 . - 100 - mA
Lesen )
(CE = OF = Ugy) ,
| BEingangskepazitét Cr 4 6 . pF
© | Ausgangskapezitét Co 8 12 ‘ oF

Dynemische Kennwerte

Kennwert Kurzzeichen min, / mex. Einheit
Adressenzugriffszeit tacc : 450 . . ns
CE-Zugriffszeit g ‘ i 450 ns
Verzigerung OB - t 250 * ns
Ausgang ekiiv OE : )

Verzdgerung OB typ v 250 ne
Ausgeang hochohmig

Verzbgerung CE - =~ - teg » . 120 . ns
Ausgeng hochohmig

Anmerkung: Die Zeitmessm’erfolg*@_‘bei CL =100 pF und bei 0,5 des Eingengs- baw. Ausgengspegels.
Die Flenkenzeiten der Bingengssignele sind £ 20 ns.
Die Eingengspegel betregen fir die Zeitmessung 0,8 V und 2,4 V.



Kennwert Kurzzeichen mine ¥ D, max. BEinhel?
Programmiergpennung Upp 3) 23,5 24,5 25,5 Y
Betriebsspennung Uaq 4,75 5 5,25 v
Umgebungstemperatur v, 15 25 35 °c
Stromaufnshme an Upp Tppq 6 mh
Stromauinshme en UPF IPPQ 30 QA
wihrend des Progremmier-

impulses

Stromeufnehme en UGQ Ioc 85 mh.
Bingangsreststron II 10 /uA
Eingengsspernung H UIH“ 254 6,0 v
Bingangsspannung L Uy, =0,3 0,4 v
Dynemische Programmierbeding

Kennwert Kurzieichen mine. t¥pe meX. Einheit
Adressenvorbaltezelt tAS 2,0 . /us
OE-Vorhaltezelt tOES 2,0 /us
-Datenvorhaltezelt tpy 2,0 Vs
Haltezeit Adresse tAH 2,0 /us
Haltezeit OF $ogn 2,0 s
Heltezeit Deten tog 2,0 /us
Verzogerung OB - tpp ) 200 ns
hochohmiger Ausgang .

Verzégerung OB - tOE 450 ns
aktiver Ausgang

Linge des Programmier- tPW 45 50 55 ne
“Ampulses

CE-Anstiegs~ und Topps 5 ns
Abfellzeit "

. PAT

2) Die Zeltengaben beziehen sich auf 0,5 des Wertes der'Eing&ngsamplitudenw

Die Programmierung kenn mit einem Impuls erfolgens Es wird jedoch empfohlen, die Pro-
grammierung mit 48 Impulsen zu Jje 1 ms durchzufiihren.

3y’

einschlieB8lich Uberschwingungen

Die Anstiegszelt der Spannung UPP beim Ubergang von 5 V suf 25 V muf grifer 0,5 /us sein.
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Ypp Uce Gyp
R B |
} |
| X |
[ Daoten - < I
' eingangs - |
: stufen ™ :
0t +—® OE-Eingang & M |
} < |
: ) ;
t
| ‘
i . - |
& ; (t-Eingang o Duten. o ig ?
Y aten- o ~
I Power-down - ausgangs-- | 8 %
| LLogk stufen . d:
5 & 05
! & 06
{ & 07
| . |
| @ |
\ : I
: o Spalten- L.l Spalten- }
A O H dekoder schatter !
': 12 T—“’i Adressen- ) . {
3 oo +12 i
//; 21:: eingdnge i
2 2 4 Speicher- :
AT matrix [
A 8 § Zeiten - e 128 Spalfen, |
A9 g 7 dekoder 128 Zeilen |
|
A0 I 128 |
| {
|
|
| |

00..07

Bild 4: Tektdisgremm im Lesebetrieb



Programm-~

B Progromm < konfrolle o
) ’ t
Adressen ><
7
JAS o fan - :
Daten >““”"<
]
DEl, o dDE
' T0EH ,
E

TpAT

Bild §5: Progremmierbedingungen

. Litersatur

(1) Technileskie uslovija postavki integral ‘nych schem tipa K 573 RF 2/K 573 RF 5

proekt 9/85

(Lieferbedingungen flr den integrierten Scheltkreis K 573 RF 2/ K 573 RF 5}
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Herstellerland: UdSSR | /86
Ubersetzung,bearb. |

- Dér integrierte Schaltkreis KM 132 RU 5 ist ein statisches RAM in der Orgenisation

4096 x 1 bit. Der KM 132 RU 5 wird in n-Kenal-M0S~Technologie hergestellt und befindet szch
in einem 18poligen DILaKeramlkgehausee

. = : .Ti' 1A g | RAM
! 8] Ucc g 20—a s |
A1 2 17 A6 e ﬁ'%
A2 3 6] A7  Se—A
A3 5 - @BaAas o e s
Ak ] A9 16e—|a 1
CAS (6 "3 A0 15 o—A § ,
o0 [1 AN L 00 o7
WE[RE[8] [ ol 12 e—A 11
avo [9f 0] TS Mo—o1Dl -
8o WE
we e

Bild 1: AnschluBbelegung und'Schaltungskurzzeicheﬁ'



Begzeichiung der Anschlilsse:

i AQ Adresseneingang . 10 s Chipektivierungseingang
2 A1 Adresseneingang 11 DI Datenelngang

3 A 2 Adresseneingsng 12 A 11 Adresseneingang

4 A3 Addresseneingang 13 A 10 Adresseneingang

5 A 4 Adresseneingeng 14 A9 Adressenelingang

6 A5 Adressenelingang 15 4 8 Adresseneingang

7 DO Datensusgang 16 & 7 Adresseneingang

8 WE/RE Schreibsignal 17 F Adresseneingeng
-9 GND Bezugspotential . 18 UGC © Betriebsspannung
Kurzbeschreibung

«» voll dekodiertes RAM in der Organisgtion 4 K x 1 bit
- n-Kenal-Si=Gate~Technologie ) )
= Zykluszeit Lesen: tpey = 120 ns fiir Gruppe B
tRCT = 85 ns - fiir Gruppe 4
= Ausginge tri-state
= statische‘Betriebsweiseg daher kein Auffrischen der Information
= zerstﬁrungsfreies'Lésen
= getrennter Datenein- und =ausgeng
= einfache Kepazitdtserweiterung durch Speicherfrbig&be G5
- 18poliges DIL-Keramikgeh#use

g s ’ F/ %’ i _B
41 E X
2 [ 2
‘ [ |E =
Il |
25
20 ‘ v
058 - 15° mox.

Bild 2: GehBuseabmessungen

Beschreibung

Der KM 132 RU 5 ist ein statisches RAM in der Orgemisation 4096 x 1 bit in einem 1époligen
. DIl-Kermikgeh#use. Dié 12 Adressen (A O ... A 11) werden iiber den Zeillenadressenverstérker
(A1 ooo A 3y A6 coc A 8) in den Zeilendekoder bzw. liber den Spaltenadressenverstérker '
(L 0, A 4y A 5, A9 cco A 11) in den Spaltendekoder Ubernommen und unter Berlicksichtigung
der Steuersignale-(ﬁﬁ, CE) wird der entsprechende Speicherpletsz in'der'Speichermatrix ange-
wihlte

Der KM 132 RU 5 haet getrennt einen Dateneingang und einen Datensusgang..

Wenn der Scheltkreis ektiviert ist (CS = UIL) und am Steuvereingeng TE = UIL enliegt, wird
der an DI enliegende Zustend (H/L) liber die Verstérker ibernommen und auf der engewdhlten
Adresse eingespeichert. Dabel ist der D&tenauégang DO hochohmig.
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KM 132 RU 5

Piir CS = UIH befindet sich der Schaltkrels im Ruhezustand. d. he er ist nicht aktiviert.

Das Lesen des RAM erfolgt bei sktiviertem Schgltkreis TS = UIL

uné bei am Steuereingang W&

anliegendem H=-Potential. In diesem Fall wird der logische Zustand der angewdhlten Adresse

Uber einen Ausgebeverstirker verstérkt an DO ausgegeben.

Bine interne power-down-Schaltung sorgt dafiir, daB wéhregd TS = UIH die Stromgufnahme

stark vermindert wird. Durch diese Schaltung ist die Zugriffszeit im Lesezyklus abhéngig von
der Pausenzeit des Signals G5 (tAA fir CS stetisch I, tACST fir tCS1 > 58ns, %

0 < taso < 55 ne).

ACSZ2 fiur

Flir gusreichende Siebung der Betriebsspsnnung ist zu sorgeh (C = 091/uP zwischen Pin 9

und Pin 18),
Grenzwerte
Kennwert Kurzzedchen min, . M8X. Binheit
Betriebsspannung Use 1) »0;1 6,0 v
Eingangsspannung U, 2) =0, 1 6,0 v
Ausgengsstrom . Ing 20 mA
Lastkapazitét Cy, 600 o
Betriebstemperatur :ﬁé =10 70 °g
Lagertemperatur A =50 125 %¢

1) Pir 5 ms ist bei einem Testverh#ltnis £ 1000 eine mex. Spannung von 7,0 V zugelassen.
2) Pir negatives Unterschwingen ist bei einer Impulsbasisbreite von £ 10 ns (bel =0,5 V)
eine max. Amplitude von =2,0 V zugelassen,

Stetische Kennwerie

Kennwert Kurzzeichen KM 132 RU BA KM 132 RU 5B Einheit
mine. meXe mine MBXe
Betriebsspennung Uge 4s5 5¢5 4:5 5.5 v
Eingangsspennung H UIH 2,0 UGC+O,5 2:0 UGG+D,5 vV
Eingengsspennung L  Ugy =0,5 0,8 =0,5 0,8 v
husgengsspannung L U 0,45 0,45 A
Ibei I - €5 mh DOL ’ !
DOL
Ausgangsspann H  Upog 2,4 2,4 v
bei-"IDOH:-;'i \ '
Eingengsrestgtrom I -10 10 uhA
tir 02U .2 U LI .
DI cc
Ausgengsreststron 10 50 50 /nA
fir 08 Uy, £ 4,5V
Do .
dynemische Be= ICC 180 180 mh
triebsstromgufnehme
fﬁl"UCC=595V




Kennwert ‘ Kurzzeichen |~ KM 132 RU 54 KM 132 RU 5B Einheit
: mir. mex. min. max. ' :
Ruhestromaufnahme Iscs 30 30 © mh
fir U, = 4,5 V : .
ce o ‘
Eingangskepezitit C; 5 | 5 pF
husgangskapazitit Cq 7 ‘ 7 pF

Dynemische Kennwerte
(¢, < 30 pF)

Kennwert  Kurzzeichen KM 132 RU 54 KM 132 RU 5B Einheit
min; | max. ! mine neX.
Zykluszelt Schreiben tyo 85 120 _ : ne
idregsenvorhaltezeit fpg ¢ (o] ne
vor WE : ]
Adregsenvorhaltezelt tAC 0 : 0 - ns
vor , )
Schreibimpulsbreite typ 55 o 60 ‘ ! ns
Schreibimpulsah- ) 15 15 ns
schaltzelt vor : A .
Adressenwechsel , i
Datenvorhaltezeit U thw : 35 : 50 ‘ ng
Datenhaltezeit oy 1€ ‘ 10 ; ns
Selektionszeit t7E 75 » 110 . - ns
Adressenvorhaltezelt tAw B Y4 11 0 ne
GS~-Abschaltzelt vor tESR 15 15 , ne
Adressenwechsel . : . ) .
Plenkenzeiten tipp 3 tLH 0 10 . 0 10 ) ns

Lesen mit Deselekiionszelt tCS1

Zykluszeit treq 85 120 ne
Deselektionszeit tagq .65 65 ‘ ns
@5-Abscheltzeit vor tosr1 15 , 15 ns
Adressenwechsel ) - .
Lesen mit Deselektionszeit $.qs ) ,
Zykluszeit tRCZ 100 ‘ 130 ns
Deselektionszelt B . 30 30 nd
G5-Abschaltzeit vor tagr2 o} : : 0 ns
hdressenwechsel ’ :
Adressenzugriffszeit St : | 8 120 " ns
G8-Zugriffsseit 4 85 120 : ng
| fir ¢ > 55 ng ACS1 : ; . )
o CsS1 o
G5-zugriffezeit tpago 100 | 130 | ’ ne

fir O <t032 < 55 ns
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5 KM 132 RU 5
Kennwert Xurzgeichen KM 132 RU 5A KM 132 RU 5B Einheit
mine neXe mine meXe
Heltezeit der Son 5 5 , ‘ns
Ausgengsdaten nech -
Adressenwechsel _
{ Heltezeit des hoch- tLZ 10 10 ns
ohmigen Zustandes__
nech 4ktivierung CS
Heltezeit der Aus- tHZ o} 40 e 40 ns
gangsdaten nach Ab- : -
gchalten von CS :
Verzigerungszelt des Ty, Q 35 o 50 ne
hochohmigen Zustandes :
nech WE = L
Haltezeit des hoch- tDW 0 0 ns
ohmigen Zustendes ) ’ .
nach WE = H
A § o—y . o . .
A % o—pl LEilen- } Zeilen— { Speichermatrix
A 6 o—pl 0dressen- o~ dekoder | i*
A1 o—p Verstarker * et 6k x 64
A2 o8 ' L IESE BN ,
A 30— ‘
[ & & ’
6t ] i‘é“
] ? o B
. , o =
2}%: o Spalten- o Spalten- |1 X k-
A 9o—p| adressen- = dekoder |gy £ 8
A Lo—spl verstarker I |4 g
A 5 o—o ii 7
= <
A 0o—s = =
T
o
S
Dl o—sl Di-Verstarker |
[ |
oo-
Verstarker ~ oD
— WE/RE - u
WE o—® verstirker
Q o
s—Ugc
TS o—s| CS-Verstirker l GND

Bild 3: Blockschaltbild KM 132 RU 5




tRC

vonn TS B/

T

AR .

toH

00 Daten vorh. Adresse Daten aiiltig

Bild 4: - Tekidiagramm Lesezyklus (WE = H, CS = L)

RC .
AC.. A | >\
. t P .
N o« . CSR 1
| T T RN S Ay AL V)
T 7 \ : ]/ 7
€5 1 W) g\
teSR14 TACS1 i facs 2,
tCSR2 Tz Lo THz
00 - Daten vorh. Adr. : \ Daten aiiltig )

Zeiten fiir Eingangssignale definiert bei 0,5 ¢ ch
Zeiten fiir Ausgangssignale definiert bel UDOL‘g 1,2 Vg UDOH = 1,7 V
Flankenzeiten der Eingengssignele typ = tg & 10 ns ,

Bild 5: Tektdiagramm Leseszyklus (WE= H, Adressen spitestens mit G5 = L gliltig)

_ fwe
RN, |
I'as 7 twr
A fwe . *
WE A i

, e tow |
k . —
0l ' ?@f{ Daten_aliltig

?W ?OWAQV e
N

\__hochohmig _J
y : A

- Do Daten undefiniert

Bild 6: Taktdiagramm Schreibzyklus (€S = L, WE gesteuerte Betriebsweise)
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AQ..AT1

Dl

0o

(>
R

fwc

TR

o
)

fCSR

\ARRERXRRA,
” ,-s?:“?: Nno&

WA

49

fcs

LTow o

N\ _hochohmig

£

S

Bild 7: Taktdiagresmm Schreibzyklus { TS gesteuerte Betriehsweise)

Literatur

{1) Uslovia postavki integral'nych schem tipe KM 132 RU 5

(Iieferbedingungen des Schaltkreises KM 132 RU 5)

KM 132 RU 5
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537

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung,bearb. S o
Der integrierte Schaltkreis K 537 RU 1 4, By W ist ein statischer Schreib-Lese-Speicher (RANM)
mit wehlfreiem Zugriff in der Orgenisetion von 1024 x 1 bit. Er wird in CHOS=Technolo=

gie hergestellt und befindet sich in einem 16poligen DIL-Gehiuse,
Der Schaltkreis ist fir den Binsatz in Datenverarbei%ungéénlagen begtimmt.

RAN

A3 : To—CE 19k 1

5] A 2 ko~ W

) A b ' R

13 A S 30— DI

7] A 6 1o0—A0 00 =5

o ="t
15 O—

0l A 8 16— A 3

9] A9 tho—iA b

, } Bo—AS

120——A 6
11o—iA 1
00—A &
9o——A 9

Biid 1 Anschluﬁbelegung uﬁd_Schaltungékuizzeichen
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Bezeichnung der Anschlilsse:
A0 Aéresseneing&ﬁg
A1 Adresseneingang
DI Deteneingang
W/R Eingeng Schreiben/Lesen
BO Datensusgang
GND Bezugspotential
CE Chipektivierung
USS Betriebsspannung
Eurzbeschreibung -

10
11
12
13
14
15
16

- 1 K RAM in der Organisation von 1024 x 1 bit
- CMOS-Techmologie, Ugg = 5 V

= Zyklusgzeit: : tc

- getrennter Detenein- und -ausgeng

- gerstirungsfreies Lesen
-~ einfache Kepazit¥tserwelterung durch Chipauswahleingang
- 16poliges DIl-KeramikgehBuse beim KM 537 RU 1
- 16poliges DIL-PlastgehBuse beim KR 537 RU 1

12

- kdressenzugriffezeit: : top = 300 ns

= 500 ns
- gstatische Betriebsweise, daher kein Auffrischen der Information
= fri-state-Ausgang

1max.

5m

152025

'] 0.52-016
115

6205

)

Bild 2: GehHuseabmessungen des XM 537 RU 1

20max.

17,8

P S
W e U O 3 D

Bild 3: Gehd8useabmessungen des KR 537 RU

< e e 4 e @

1

032-01,

Adresseneingang: .

Adresseneingang
Adresseneingeng
Adresseneingang
Adresseneingeng
Adressenelngang
Adresseneingeng
Adresseneingang

..r._E
o~
i
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Beschreibung

Der X 537 RU 1 ist ein stetisches RAM in CMOS-Technologie in der Orgenisation 1024 x 1 bit.
Der KM 537 RU 1:befindet sich in einem 16poligen DIL-Keremikgehduse. Der KR 537 RU 1 dagegen
befindet sich in einem ‘16poligen DIL-~PlastgehBuse. Den innneren Aufbeu des Schaltkreises ent-
h&1t des Blockscheltbild in Bild 4. ;
Uber die Adresseneinginge A 0 ... A 4 wird iiber den Speltenadressendekoder wid liber die Adres—
seneingénge 4 5 ... 4 9 wird {ber den Zeilenadressendekoder der Speicherpletz in der Speicher-
matrix susgewdhlt.
Der K 537 RU 1 besitzt einen He-aktiven Steuereingang fiir die Chipektivierung und einen Steuer-
eingang W/R fir Lesen/Schreiben. Uber die Steuereinginge werden in Verbindung mit dem Datenw
eingang DI die vier Betriebsarten des RAM eingestellt. Die Datenausgebe erfolgt iiber die Tn-
formetionsausgebeeinheit en DO,
In die Betriebsart Ruhezustand wird der Schaltkreis iiber die Chipektivierung CE = UIi geschal-
tet. Unabhéngig von der Belegung des Deteneinganges DI und des Steuereingangs W/R ist der

. Datenausgang DO in diesem Zustand hochohmig. B \
Aktiviert wird der Schaltkreis, indem die Chipaktivierung CE = Upy wird. Uber den zweiten
Steuereingang W/R wird fir W/R = UIL der Schaltkreis in die Betriebsart Lesen geschaltet,
Unabh&ngig von der Belegung des Dateneinganges DI wird die auf der angewdhlten Adresse abge-
speicherte Information ausgegeben und erscheint damit am Datenausgang DO,
In die Betriebsert Schreiben wird der IS bei aktiviertem Schaltkreis (CE = UIH) Uber den
Stevereingang W/R = UIH versetzt., In Abhéngigkeit von der Belegung des Dateneingangeg DI
wird auf die ausgew#hlte Adresse "O" oder W1V eingeschrieben.

A0 AT A2 A3 AL

[ T 1717

Spaltenadressen -
dekoder

s [ ° Ol

o | Informations- =
ASe , ) . eingabeeinheit oW
Abo—I & , -
“ Speichermatrix . .
4 nformaotions- Y
o § 5 1024 x 1 bit ausgabeeinheit 0o
A 80~———-E§§§
138 1 Schaltung fir o
A9 Steuereinoang CE

Bild 4: Blockschelibild des X 537 RU 1.

CE W/R DI DO Betriebsart
0 X x hochohmig . Rubezustand, nicht ausgewdhlt
1 0 x 1 oder O Lesen : '
1 1 o} 1 Einschreiben "QW
“-1\§k 1 1 0 Einschreiben %1%

% = beliebiger logischer Zustend

Betriebsartentabelle des K 537 RU 1



Grenzwerte )
Kennwert : Rurzzeichen - mine ' ) * nax. R | Binheix
Betriebsspennung USS =0,2 ) 6 v
‘Eingengsspennung Uy =-0,2 Uggt0,2 v

, : , ~ {nicht mehr als 6 V)
Ausgengsspannung . Uy =0,2 Uggt0s2 V-

' ‘ ~ (nicht mehr als 6 V) )
lLestkepazitit Gy, 1) - 1000 ‘ p¥
Anstiegszeit der : £ 1 us
Bingangssignale ILE /

1) Bei Kapazit'a‘.t's'werten'gz;ﬁﬁer 30 pF werden die dynamisohen‘Kennwerﬁ:e nicht.gs,rantiert.

Kennwert 7 Kurzzeichen| MeBbedingung L mine t¥Pe meXe Binheit
Betriebsspannung USS tc = 500 ns 4.5 5,5 v
im ektiven Betrieb i _
gggigignagme im Iggg Ugg = 6V , 056 10 /uA
dynemische Strom- Issp Ugg =6V - o 10 mA
auﬁna.hme . tg = 500 ns '

Betriebsspannung Ugeg | Up =0V 2 v
im Ruhezustend: S _
EBingangsspannung L Uy, . : 0 ' Oy 4 v
am Dateneingang S i - o ,
Eingangsspannung H U : , : Voo =054 ' Uee v
am Dateneingang i , 88 ’ : . 58 -
Avsgengsspannung L UOL ’ 0:4 v
am Datensusgeng ) :

Auvsgengsspannung HE u oK ) 2.4 . V
am Detenausgseng ! .
Ausgengssirom L IGL U’O‘z 0,4V . 500 i,uA
Avsgengsstrom H IO<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>